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Z UR BEACHTUNG

Die vorliegenden Datenblétter belnhalten ausfihrliche technische Angeben von skitiven
elektronischen Bauelementen des in den "Listen Elektronischer Bauelemente und Bsusteine" {(LEB)
eingestuften Sortiments.

Die Angeben dienen der vorliufigen Information und sind giltig bis zum Erscheinen des Zenirsw
len Artikelkateloges (ZAK).

inderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.

Aus den Datenblittern konnen keine Liefers und Produkiverbindlichkeiten abgeleitet werden.
Verbindliche Bestellunterlagen der elekironischen Bauelemente sind die LEB sowie dexr giltige
Stendard (TGL) und der ZAK.

Die Datenblattsammlung ist eine Lose=Rlatt-Sammlung und wird regelméBig erginzt und ektuveliew
siert.

Sie wird im Auftreg des VEB Kombinat Mikroelektronik unter Mitwirkung der jeweiligen Bauele
mente=Hersteller durch den VER Appliketionszentrum herausgegeben. Die Redsktlonsverantworte
lichen (Abteilung DZ) nehmen jederzelt dankend sachbezogene Hinwelse enigegen.

Die Datenblettsammlung ist kostenpflichtig. Sie kann durch Anwender eus der DDR als Abonnement
cder in Binzelsusgeben bestelllt werden beid

VEB Applikationszentrum Elektronik Berlin
Abteilung DA

PSP 211

Berlin

1035

Vergriffene Ausgeben kbvnnen bel gesonderter Bestellung euf Mikroplenfilm eusgellefert werden.



Datenblattseannlung

wElekitronische Bauelemente®

husgebe 2/87 (11): "Neue und weltereniwickelte Bauelemente
sowie ausgewshlie Importbauelemente”

Inhalt
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Dioden
SY 715

Transistoren

KP 103 E (EP}
KP 103 Sh (ShP)
Kp 103 I {IP)
KP 103 K (KB
KP 103 L (LP)
XKP 103 M (MP)

ot s )

Kp 305D
KP 305 E
KP 305 Sh
Kp 2305 1
SSE 200
38E 201
SSE 202

sU 311

Integrierte Schaltkreise

DL 8127 D

U T4 P

U 804 D

U 82720 D

U 8611 DC-08 - }
UL 8611 DC-08

Vergleichsliste CMOS~Schaltkreise .
Vergleichsllste Spelcherschaltkrelse = Ubersicht

Optoelektronische Bauelemente
MB . 106

VoA 102 }
voa 202

VQH 601/9

Schnelle Si=Gleichrichterdioden

Feldeffekt=Kleinleistungs=Transistoren

Feldeffekt-Kleinleistungs-Transistoren

Siliziume-npn-Epitaxial=
Planer-NF-Transistoren

Siliziumenpn=Darlington-Leistungsschalt-
transistor

Systemtaktgenerator (Erginzung)

Ansteuverschaltkreis filr Flissig=
kristellanzelgen

6fach Analogwertspeicher und D/A-Wandler

GrgphicmDisplaymController

Einchipmikrorechner

Optoelektronischer Kopplexr

Lichtemitterdioden

LED=Kompaktbauelement



Se Leistuﬁgéelektronisqhe Bauelemente .~

DTsch - 151=80.
DTsch  151=100
DIsch 161=125
DTsch 161=160
DTsch 171250
DTsch 191=320

Schnellsperrende Dioden

N i : . RedektionsschluB Juni 1987 -
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Hersteller: VEB Mikroelektronik ,Karl Liebknecht" Stahnsdorf

schnelle Si-Gleichrichterdicden mit hohem Wirkungsgrad

Anwendung: Gleichrichter in Schaltnetzteilen
Freilaufdioden
Riicklaufdioden in Wechselrichtern

Besondere
Merkmale: ﬁlanarmEpitaxialmTechnik
\ soft recovery
niedrige DurchlaBspannung
vernachléssigbare Schaltverluste
niedrige DurchlaB- und Sperrerholungszeit

- Befestigungsblech und Kihlfahne,
mit Katode verbunden

Kennzeichnung

- Kuns@stoffkﬁrper

T0~2204C Hasse max. 2,58

Bild i: Gehduse




Anschlissen

Grenzwerte
Kurz- Einheit Bemerkung
zeichen min. typ. max.
Periodische Unri 50 v 8y 715/0,5
Spitzensperrspannung 100 A 8y 715/1
- 150 v 8y 715/1,5
200 \' sY 715/2
Nichtperiodische Yrau UPRM
Spitzensperrspannung t
Sperrgleichspannung UR URRM
Betriebsscheitel~ L 0.0y empfohlener Wert
sperrspannung '
Mittlerer Durchlaf- IF(AV) ' iz .6 A Rechteck, d = 0,5
strom i2 A Sinus, 180 %s1
. Q.
Tc = 125 "G,
f > 50 Hz
Effektiver DurchlaB- IF(RMS} 20 A
strom : .
Periodischer Iram 200 A tp < 20 /us
SpitzendurchlaBstrom
Stobstrom Irgy 200 A sinus, 180 %elI,
tp = 10 ns
UR = 0V o
T, = 150 “C
3
StoBstromintegral iidt 200 Ags LI i0 ms,
; o
UR = 0, Tj = 180 “C
Sperrschichttemperatur Tj 150 °c
Gehausetemperatur Tc =535 . 150 %
o
Lagerungstemperatur Tszg +5 +35 o] max. 3 Jahre
=50 +50 % max. 1 Monat
Zugkraft an den i0 N einmalig beim Biegen,

Dauer 10 s
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Kurze Einheit Bemerkung

zeichen min. tYP. max.
Druckkraft an den 2 N einmalig beim
Anschlissen ’ _ Montieren
Anzahl der Biegungen i nur abwinkeln ohne
der Anschlisse . zuriickzublegen

Biegewinkel < 90 °

Biegeradius > 2 mm
Abstand vom Kunststoff=
kérper > 3 mm

Kennwerte
Kurze A Einheit Prifhedingungen
zeichen min. tYPe. maxoe
DurchlaRspannung U 7 0.85 \% Iz = 10 A,
' Ty = 100 8¢ - 5 K
1,30 \4 IF = 50 A,
T, =25 % « 5
J
Sperrstron IR 1,30 mA UR = URRMmax,
Ty = 100 -5 K
Sperrerholungszeit e 35 ne IF = 1 A,
=gl _/dt = 30 A//us,
UR = 30 V,
IR = 0,1 A
T, = 25 °c = 5 K
Innerer Wirme= Rthjc 2 CR/W
widerstend
2
4
Mittlere PF(AV) 0,68 V x IF(A\!) + 00,0238 % IF(RMS)
DurchlaBverlust~
leistung
Bestellbezeichnung &

Bezeichnung einer Gleichrichterdiode vom Typ SY 710 mit einem CGrenzwert der periodischen Spitzen-
sperrapannung von 150 Vi
Gleichrichterdiode SY 715/1,5 TGL 43411
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Standards
Erzeugnisstandard TGL 43411

Erzeugnisgruppenstandard TGL 8097

Bild 2: Grenzwert des mittleren DurchlaBstroms in
Abhéngigkeit von der Geh&usetemperatur
a} Rechteck, = 0,5
b) Sinus, 180 el

" Anderungen vorbehalten!

susechiiallich der infy
Es kénnen derous keine Lisfor
k@c@s&z@_&t@n g@@z . @s’@éw@gﬁé@ﬂm

hoderungen im Sinne Gee toehni.
echon Fortachritts sind vorbeheken.
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Berlin 1035
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Herste%?ezﬁand: UdSSR

Ubersetzung, bearb.

Peldeffekt-Kleinleistungstransistoren

Allgemedines

Die Trensistoren KP 103 E, KP 103 Sh, KP 103 I, XF 103 K, XP 103 L, KP 103 M und KP 103 EP,

KP 103 ShP, KP 103 IP, KP 103 LP; KP 103 KP, KP 103 MP sind diffundierte Silizivm=-Transistoren mit
pn-Ubergeng vom p-Kenal=Typ. -

Sie sind vorgesehen fir den Binsatz in Bingengsstufen von NE-Verstirkern und Gleichstrom-Verstér-
kern mit hohem Eingengswiderstend sowie in Schaltstufén von elektronischen Geréten fir breite Ane
wendung. .

Die Pasrung der ‘l‘raﬂsis'toren kann nech folgenden Kemnwerten erfolgen: IDSS* YZ,ESg UP"

Bauform

- Variasnte 1 fir KP 103 E - KP 103 ¥ )
A 4/15-3s nach TGL 11 811 baw. C 22=2 nach TGL 39 546
(hermetisches MetellgehBuse mit blegsemen Anschlissen)

~ Veriente 2 fir KP 103 BP = KP 103 ¥P
{gemif Geh¥usebezelchnung Bild 1b)
Betriebstemperaturbereich: =55 % pis +85 °C

Vesse: mex.1 g



Grenzwerte

a) Variante 1

205 max,

Bild 1.

Gomp =

Wert

KP 103 E
KP 103 EP KP 103 Sh? KP 103 IP

-Smax.

Smin.

08

Bauform

Drain

&15

815

a) fir KP 103 E = KP 103 M
b) fir KP 103.EP = KP 103 WP

=55 ... +85 °0)

flr:
KP 103 Sh

KP 103 I

KP 10

KP 103 K KP 103 L 3 M
KP 103 MP

KP 103 KP KP 103 LP

Maf-
einheit

Summe wvon
Drain-Source~
und Drain=Gate-
Spannung

(Upg* Ugs)max

Drain=-Source=
Spammung

UDSmax

Verluste
leistung

Pps

15

10

15

10

12

15

12

21

15 17 17

10 12 10

38 66 120

‘W

Einsatzhinweisge

Die Treunsistoranschlisse kinnen bis zu einem minimealen Abstand von 5 mm (fir Variante 1) bzw.
von 3 mm (fir Varisnte 2) vom Geh#use gelbtet werden.

" Die Latuﬁg soll bei éiner Temperatur von meximal 260 °C fir meximel 3 s erfolgen.
Wenn die Trensistoren gepsart eingesetzt werden, sind fir beide dle gleichen elektrischen und
thermischen Bedingungen (mit einer Geneuigkeit von ¥ 1,5 °C) einzuhalten.
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Elektrische Kemnwerte (tyn. = 25 £ 10 °C)

Me Bbedingungen
Kurz= Bine U. U I
zeichenl min. | meXe heit bs Gs PR
v v /uA
Vorwirissteilhelt YZ*!S V =10 0 -
XKP 103 E, KP 103 EP 0,4 2,4 mA/V
KP 103 Shy KP 103 ShP 0,5 2,8 mA/V
KP 103 I, KP 103 IP ) 0,8 2,6 mA/V
KP 103 X, KP 103 KP 140 3,0 mh/V
KP 103 L, KP 103 LF 1.8 3,8 mA/V
KP 103 M, KP 103 MP 153 4o mh /v
Drain=Source-Kurz= IDSS . =10 0 -
schluBgtrom
KP 103 E, KP 103 EP 0,3 2,5 mh
KP 103 Sh, KP 103 Shp . 0435 3,8 mA
KPp 103 I, KP 103 IP 0,8 1,8 mh
KP 103 K, KP 103 KP 1,0 5:5 mh
KP 103 L, Xp 103 1P 1,8 6,6 mA
KP 103 M, KP 103 P 3,0 12 mh
Abschniirspannung UP . =10 - 10
‘¥P 103 E, KP 103 EP 0,4 1,5 v
KP 103 Sh, XP 103 ShP 0,5 242 v
KP 403 I, KP 103 IP 0,8 3 v
KP 103 X, KP 103 KP 1,4 4 v
EP 103 L, KP 103 LP 2 6 <V
KP 103 M, KP 103 MP 2,8 7 v
Gate=Reststrom IGSS - 20 nk 0 10 =
Eingengskepezitét Ci1s - 20 “pF ~10 0 -
Riickwirkungskapae 0128 - 8 pF =10 0 -
zitat
Reuschfaktor A 7 - 37 a8 =5 0 -
Paarungskriterien (fir tomb = 25 ¥ 40 %)
(giiltig fHr Vaerisnte 2)
Kurz= Gruppe Eir}w MeBbedingungen
zelchin 1 > heit UDS UGS IDSS
v v vA
‘ /
Relative Differenz
= des Drain-Source A Ipgge g0  S20 % =10 o -
Kurzschluistromes '
- der Vorwirissteil- bHY £10 £20 % =10 0 -
5 218
heit .
- der Abschniire FAY Up £5 210 % =10 - 10
spannung
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Die folgenden Kurvendarstellungen sind typische Verliufe und tragen rein informativen Charakier.

Die Angebe der 95 %=Grenzen dient der Verdeutlichung der mbglichen Streubreite (—— typische
Avh8ngigkeit; -~ --~ Grenzen der 95 %-=Vertellung).

Tpss

mA -~ 08 /

Ugs =0 L
Ys-0 |
Mwﬂm” £
0¢ ]

Ups

Ipss

0 ' . .
i Moes:0 . J

/ e -
/ / ' ; h
¢ g/ ,
b) 0 v
) 4 8 12 e 45 20 2%
e G
Ups
s v
=
15
. v Uns =
Ipss ? ] o=
mA "
ol - /
v
ii 0 y,
05 W
15V i
c)
8 2 1 20 2%
i
Ups
v

Bild 2
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6s=0

3‘0
IDSSi Va
mA . ‘

/ ’ , g8V

iV

[l
—
bo
LM.\, L__M L\.\

] [
15V
@) Al
0
0 4 3 2 1 20 %
e
Ups
v B - v
Ipss 1 /
mA

Vss -0

/ : 05V

e '
q /;; . Rl Bild 2: Typische Ausgangskenn~
linien fir

5V
/7‘, 2) KP 103 B, KP 103 EP
o o AV _J ) KP 103 Sh, XKP 103 ShP
0 4 8 12 . 18 74 % . ¢) KP 103 I, EP 103 IP
e d) Xp 103 X, XP 103 KP
= : e) KP 103 L, KP 103 LP
' £) KP 103 M, KP 103 MP
Jpss. LUps=0 /
mA 8 -
/
/W
6
]
2V
& Lt
| /
L3V
2 |
LV
|
f1 ¢
10 15 20 25 30
R
Uns



05 \ ;10
IDSSi N Tpss i
mA N \—'UDS =15V mA \ Upg =15V
: W 08
\\\ 1oV \§(- 10V
- -
: SV ‘ sy
03 \\ 08
N\ &
“\\; A
02 M, 0h
01 02 g
R,
a) = b) ,
0 02 04 06 08 10 12 02 gk 08
B e e
Ues Ugs
v v
Ipss
20 mA
Ipss -
mA Q\fUDS =5V
}
15 -\\‘}\_Amv
AN
\V%\ 15
10 \
N . \\
10
' N
05 - \\
05 \
¢l g » S : d)
0 05 10 15 20 25 0 0k 08 12 16 20
Uss ugs
v v

Bild 3
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5 0
Ipss
mA Ipss
mA \\
4 8 K3
’\’\ Ups =18V
\\\\ 5v
3 6 \
N
RN
) . \\\\\
1 2 \\\\
e f) e
0 05 10 15 20 25 0 1 2 3 & 5
e T e
Uss Ues
v v
Bild 3: Typische Ubertragungskemmlinien
'a) fir KP 103 E, KP 103 EP
by filr XP 103 Sh, KP 103 ShP
¢) fiir KP 103 I, KP 103 IP
d) fir KP 103 K, KP 103 KP
e) fifr KP 103 L, KP 103 L
© £) fiir KP 103 M, XP 103 MP
6
_F
a8 fotkHz
» 25 S Re-ME
£
dB Upe =10V Upc=10Y —
20 £ - 1kHz — DS . ps=10V
Rg-TME. / sy
/| | i
15 /\ 3 ’ : /
/ | \ //;
/ | W/
“"’/// — -
i
m’/ MW”"MMM""’"
05 1 ==
a) b)
0 02 Ok 06 08 0 02 0 06 08 10 12
R e T
Yes Bild 4 ‘, Yss.



f = tkHz /
_E _ /
P Rg=1MQ / /
2 /f
Wﬂ*"“”j;
1
c)
o 05 10 15 20 25 30
et T
Yes '
\
3
F
dB - f=1kHz //
Rss'fMQ‘ UDSE10V—
5 Vi
/ZSV -
1
d)
0 as 10 15 20 25 30
—
Uss
v
4
_E.
) ) /
3 /
Upg = 10V —
DS e /
. — 5V
M/
1
e)
0 05 - 10 15 20 25 30 35
[
. Ygs
vV

Bild 4
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@B ' ‘ Yo o :
4 o ikHz : ; Bild 4: Reuschfektor in Abh#ngigkeit von
Rg=1MS2 : UDS=70V_/ / der Gate-Source-Spennung

/ ~ &) fiir KP 103 E, KP 103 EP

: b) fir KP 103 Sh, KP 103 ShP
5V ; ¢) fir KP 103 I, KP 103 IP
d) flir XP 103 X, KF 103 KP
e) filr XP 103 L, KP 103 LP
_~ . £) fur KP 103 M, KP 103 WP

NN

\\

Uss

16

B g : : | ups=10v
/ ug =0

12 - - 7

10, 2
iy,
f

& - 7
7
1 __z / 1/
/ v
2 o

75 50 25 0 +25 50 75 +100 125
e
- tamb
°C
Bild 5: Rauschfektor in Abhingigkeit von der Umgebungs-
temperatur
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1078
Is /
A 7
B /
.
£
/
7
| VA
-'7' 7
10 "
/
e /
/ -
J /
/ /)
/ 4
V4 yd
Z v
£ £ /]
8 =
/ s
// / g
- ye
7 /
/ /
£ / £
7 p
£
4 i
// .
1079 : . ;
/ -
// y; Bild 6: Gatestrom in Abhingig-
// // / keit von der Um-
£ gebungstemperatur
I /7
P
1O-’IO
-60 -40 -20 - 0 +20 + 40 + 80 +80 +100 120
tamb
Literetur c
/1/ 7 Tremnzistory Sast4(Tremsistoren Teil 4)
Blorg Moskva, S. 105
/2/ . Poluprovodnikovye pribory Tranzistory Spravoénik
(Halbleiterbaueclemente Transistoren Handbuch)
1985 Energostomisdat, S. 810
/3/ U TI-78 Pribory poluprovodnikevye Tranzistory polevye Tipow

KP 103 E = KP 103 M, XP 103 EP - KP 103 MP, Techniteskije
uslovije 3.365.000 TU

(TB I1=78 Halbleiterbauelemente Feldeffektiramsistoren
KP 103 E - KP 103 M, KP? 103 BP = KP 103 MP, Technische
Bedingungen '3.365,000 TB)

Uberarbeitung 1980, Elorg Moskve

Die vorlieg o Erier ¢
E a: o d ol %@e é@?@mgs
¢ kénnen dereu ne L &g-
Herausgeber * | liohhaiten oder Produktionsverbing.
. . . . ichheiten sbgaleitet werden.

veb applikationszentrum elektronik berlin m@@a im Sinne des techai.
im ve kombinat milcosleldkronik s o shen.
Mainzer StraBe 25, PF 21§ -
Berlin 1035

Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055
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Herstellerland: UdSSR

Ubersetzung , bearb.

Feldeffekt-Kleinleistungs~Trensistoren

Allgemeinegs

Die Trensistoren XP 305 D, KP 305 Sh, KP 305 B, KP 305 I eind plamere Silizium-Feldeffekt-

Transistoren mit isoliertem Gate und n-Kenal (Verarmungstyp).
Sie sind vergesehen filr den Eimsetz in hochohmigen Eingengsstufen von HP-Verstérkern und Ver-

stdrkern fir sellgemeine Anwendung.

Bauform: A 4/15=4s nach TGL 11 811 baw.
C 22«2 nech TGL 39 546 (hermetigches Metallgehiuse mit

biegsemen Anschlilssen)

kasse: max, 1,0 g

substrat +
Gehduse

Sgurce

Smax.

~ Drain

Gate

Bild 1: Beuform KP 305 D -~ KP 305 T



Grenzﬁerte < g = =60. 60 #1125 ?C)
Gate=Source=Spennung - , " UGSmax ¥ 15 v
Gate-Drein-Spennung Unpmex Ty
Drain-Source-3pannung UDSma.z 15 V’
Drein-Substrat-Spannung Upamex 15 v
Drainstrom Iy ) %5 mh
Verius‘tléistu.ug V . 1 150 m¥

(togp = =60 oo +25 %)

) Im Temgeraturbereich von )Gamb = 25 ... +125 %0 sinkt die Verlustlelgtung lineaxr azif 50 @‘L

Einsatzhinweige

Wshrend der Lagerung und des Transportes sollen die Amnschlisse miteinander verbunden (kurzge-
schlossen) sein.

Vor dem Beginn der Arbelt mit dem Trensistor ist es notwendig, mit der Handfl#éiche flUr ‘520 s ein.
geerdete Metallfliche zu berihren.

Wihrend der Hendhebung des Tramsistors soll der Monteur einin geerdeten Schutzring am Arm tragen.
Die Trensistoren sollen bel einer Temperafur von max. 260 °¢ gelttet werden (Wiederspannungs~
Létkolben mit UB £ 12 V und geerdeter Spitze). Die Litdeuer derf dabei 3 s nicht Uberschreiten,
der Abstend L&tstelle « GehBuse soll » 5 mm betragen. ' :

-

Elektrische Kemmwerte  (fir t,, = 25 £ 10 %)
" Kurz- Mmilie meXe Eine MefBbedingungen
zeichen " helt UDS ID
%
YBe "
U .
) GS
. v mA IiHz
Vorwsrtssteilheit Tois 10 5 1 - 1072
KP 305 D, KP 305 Sh 5.2 10,5 mA/V
Kp 305 B 4 8 mh/V
KP 305 1 4 10,5 mA /v
Ausgangsleitwert YZZS 150§ - /uS 10 5. - -
Drein-Reststrom X IDS(off - g /uA 10;,}&% _— ~
%

Gate-Reststrom IGSS 0:15 = -
KP 305 D, KP 305 8h, -9
KP 305 1 | B 1-10 A B
KP 305 B - 5.10712) 4
Abscimiirspannung L -6 - v 10 0,01 -
Gate-Source~3Spannung UGS 10 5 -
KP 305 D 0,2 2 v
KP 305 E, KP 305 Sh =0,5 0,5 v
KP 305 1 =2:5 =0,2 v
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Forbsetzung Elektrische Kemnwerte

Kurz- min. max. Bine MeBbedingungen
zeichen heit U I T
' D3 D ;
Ugs”
v . wh MHz
Eingangskepazitét 0115 - 5 o 10 5 10
Ruckwirkungskapezitét ’ 0125 - 0,8 pF : 10 5 10
Reuschfekibr . 7 15 5. 250
KP 305 D, KP 305 Sh - 7:5 -1 dB
Leistungsverstir- ! . 15 5 250
- kungsfektor - : P : ‘
KP 305 D, KP 305 Sh- 13 - . d8B

Die folgenden Kurvenderstellungen sind typische Verl#ufe und tragen rein informativen
Charakter. l

Die Angabe der 95 %=Grenzen dient der Verdeutlichung der mdglichen Streubreite
{ e 4ypigche AbhEngigkeit; = — === Grenzen der 95 %=Verteilung).

B
5 /
mA /
/
10
_Upg = 10V
g
-10 - 0 - +10 +20
e
Jos
v

Bild 2: Typische Ubertragungskennlinien



Bild 4: Steilheit in Abhingigkeit

a) vom Drainstrom

b) von der Gete=Source=Spannung

Ip 2 S I i 2
nA — 80°C -] / mA ~60°C
11 11
| [l [l
10 2 0
| e I
9 | ! g
8 | // )/ 8
7 iy 77 7
. -t = —tomp =125°C
5 /} / amb=125C E/ amb =125 s
N/ | 5
4 27 / &
3 /1/ /i) 3
1 1
) / ! / /
20 45 -1 =05 0 05 1 15 2 A -3 -2 -1 0
e -l BT
Ugs Uss
v _ v
Bild 3: Typische Ubertragungskennlinien bei verschiedenen Umgebungstemperaturen tamb
a) fir XP 805 D, KP 305 ®, KP 305 Sh b) fir KP 305 I
g
szsiB ==
mA A o
— /M
v
Une =10V -
D5 ~10 “/4\/ R }lzﬁ /
[ Ve . mA 12
. vV /
7
IA 10
f/,/ f = 1000Hz '
3
&2 // 8
8] 5 10 15
Ip e
mA
6
e Upg = 10V , /
gl= . Ip = 5mA f = 1000Hz
R I R /
218 8 i S— A 4
A _umm§nmm%§%%
v 7
‘\Nw
8 2
= S
€ BN Ml =P S :
-80 -40 0 +40 +80 +120 .15 -10 -05% Iy +08 +10 +15
R g e
tamb Yss
°¢ v

¢) von der Umgebungse~
temperatur
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50
$11S) ‘ ' //
225 . . |
#S 10 ' //
! N /
05 P
/%/
Y225 | ¢
A et y Y118
01
008 /
\ /////
/// . Bild 5: Eingengs~ und
001 7 ’ . Ausgangsleit-
" s 50 100 500 wert in Abhingig-
' keit von der
£ P
MHz Frequenz
1—10'9 |
6
: Ups =10V
Is Ip =5mA ! ] [ ——
A ~ 1
-10 L
1-10 mA 4
ol N
Ve N\,
4 N\ UDS=10V
Ve \ ;
e \ Ugs = const.
2
1071 /
/ \
/ \
‘ / \\ / b)
: \ ’ -80  -40 0 140 +80  +120
-12 / ’
1-10 N
/ \\ / tamb T
°C
mf""’y // 3
< T
13 ] //
1-10 Ups = 10V
// Ugs Ip = const.
' e v 2
s
A )///
al 121907 , -
-75 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100 +125 . 1
tomb g
°C
c)
- 80 -40 0 +40 +80 +120

Bild 6: AbhBngigkelt
a) des Gate~Stroms von der Umgebungstemperatur
b) des Drain-Stroms von der Umgebungstemperatur
¢) der Gate=Source-Spannung von der Umgebungstemperatur
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Bild 8: Abhiingigkeit MHz MHz
a) des Rauschfektors von der Frequenz b) des Leistungsverstérkungsfaktors von der
. . Frequensz
Literatur .
/1 Tranzistory Cast 4 (Trensistoren Teil 4) ¥ 1org Hoskva, S. 101
/2/ Poluprovodnikovye pribory Tranzistory apra.voenlk (Halb.Lelterbduelnmen’te mrans1s‘co%en
Hendbuch) 1985, Energoatomisdat, Moskva, S. 836
/37 0 I1-78, Trenzistory polevye tipow KP 305 D, KP 305 E, KP 305 Sh, KP 305 I ( TU II=-T78,

Peldeffekttrensistoren KP 305 D, KP 305 E, XKP 305 Sh, X¥ 305 I) Elorg, Moskva
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Hersteller: VEB Mikroslekironilk ,Anna Seghers” Neuhsus

Siliziuvm=-npn-Epitaxisl -Planar~NF-Transistoren

Silizium-npn-BEpitaxiel-Planar-NF-Iransistoren fir sllgemeine Anwendungen in der Hybrid- und Aufe-
setztechnik
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Rild 1: GehBuse



Burzzeichen SSE 200 SSE 201 ~__388E 202 Einhedlt
Kollektor-BasisSpannung Usgo T 100 . 120 ‘
Kollektor-Emitter-Spannung Uogy 70 100 ' 120 o v
mUBE s 1V
:Emit'terwBasis«Spazmung Uppo 5 5 5 v
Kollektorstrom Iy 30 30 30 mh
Basisstrom IB 10 10 10 mh
Gesamtverlustleistung Piot 150 150 150 mW
Son = 85 °C, Ripje = §}£§ : :
Sperrsehichttemperatur ‘ 150 150 150 o
Umgebungstemperaturbereich "})amb =55 .o. +150 =55 ... +150 =55 ... +150 %
Lagerungstemperaturbereich » Vc‘stg =55 ceo  +150 =55 oo +150 <55 .., +150 %
Wermewiderstend : Rinje 20,42 £0,42 20,42 K/mW
Sperrschicht-Umgebung ¢

euf Keremik 8 x 30 x 0,7 mm’
Statigche Kennwerte
‘ Kurzzedichen SS8E 200 SSE 201 SSE 202 Eipheit

Kollektor-Emitter-Restsirom Ty ER R . ER JUA
“Ugg = 1 Vs Ugg = Uggy
Emitter-Basis-Restsirom . IEBO £ 100 £ 100 2 100 nhA
UEB =5V, Ic = QO
ggéﬁﬁgrmEmittex@urchbmchw U(BR)CEY zZ 70 Z 100 2 120 | v
Ic=1mA‘, mUBE=1V
chllektoermitteruSét’cigungs,w Ucpaat € 0,6 £ 0,6 - £ 0,6 v
Spennung
Ic = 15 mA, IB = 0,5 mA
Gleichstromverstérkung byim z 32 z 32 z 32

UCE=3V910310m
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U 311

Hersteller: VEB Mikroeiektronik ,Karl Liebknecht” Stahnsdorf

Si-npn=Darlington-Leistungsschalttransistor

Anwendung: Kfz.-Zindschaltungen
Schalten indukiiver Lasten

Besondere Merkmale: Multiepitaxiel-Mesa-Technik
Monolithischer Darlington
Integrierte Schutzdiode
Glaspassivierung
hohe Sperrspannung
grofe Robustheit

Befestigungsblech und Kﬁhlfaﬁne
mit Kollektor verbunden

Kennzeichnung

Kunststoffkdrper

Masse max. 4 g

Bild 1: GehBuse

2/87 (11)




00
? 80
60

Pfof
4‘2@'
20
g

N

N

N\

N\

0 25 50 75 W0 1518
°C

TC -,

Bild 2: CGreunzwert der Gesamtverlustleistung
in Abh#ngigkeit von der Gehiuse-~
temperstur

Diese Werte gelten im gesemiten Bereich der Sperrschichitemperatur, wemn nichts anderes sngegeben

sehlisgsen

Dover <10 g

iste
Kurge Bine .
zedichen mine Type bil=h:dN heit Bemexrkung
Kollektor-Emitter- U 450 U
S pannung CEV BE
UCES 450 UBE
UCEO 400 IB
Emitter-Basis- U 5 v
Spapnung - EBO
Kollektorstrom ICsat T A Empfohlener Wert
fir Normelbetrieb
{Nennstrom)
Ic 10 A
Toy 15 4 by & £E 0,1
~Ic T A 15 ger
. £ £ . In-
oy 15 A t, & 10 ms, 85 0,15 Iy,
Vers=
diode
Basisstrom 13 245
Ipy 5 ty H JE 0,1
Gesamtverluste P 105 W T =
leistung tot ¢
" Sperrschicht- T, 150 %
temperatur J
Geh8usetemperatur I, =40 150 e
Zugkraft en den An- . 10 X einmelig beim Bilegen
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Grenzwerte (Fortsetzung)
Kurge 4 Eine
zeichen mine t¥Pe maxe heit Bemerkung

Druckkraft an den ‘ 2 ¥ einmalig beim Montieren

Anschlilssen ’

Anzehl der Biegungen ‘ 1 nur abwickeln ohne zuriicke

der Anschllisse zubiegen . o
Biegewinkel = 90
Biegeradius 2 1,5 mm
Abstend vom Kunststoff-
kérper £ 1,5 mm

Kenawerte (vei Ty = 25 °¢ - 5K)

. KurzH Eine-
zedichen mine type mex. helt  Prifbedingungen
Kollektor<Emitter- U, 400 V In=0; I5= 0,14
(BR) CEO B P 7C i

Durchbruchspennung tp <« 1 mg, Einzelimpuls

Kollektor-Emitter- I 1 mh Vo = 450 V, Uy = O

Reststron CES ' CE * "BE

Enitter-Basig= I i mA I =0, U =5V

Reststrom EBO c * CEB

Kollektor-Emitter- U

SE1tigungsspannung CEsat c
Basis-Emittere U 2,5 V  I,=0,144 t_<1ms
séttigungsspannung BEsat ’ B ’ P
Kellektor:»Basis hZTE 200 IC = 3 A Einzele
Stromverbéltnis ‘ , UCE =5 v impuls
Hegative Kollektore- UGE 3 v “’IC = IF = T A
Emi tter-Spannung
Durchlefspannung der
Inversdiode U .3 v
M

Speicherzeit ’cs 3 /v Ohmsche Last IC = T A
Abfellzeit tp 2,3 Jus Ip = 0,14 Ay Uppioeey = =5 7V,

; UCC = 200V
Irmerer Wirme~ Rina 1,2 K/W '
widerstand thic !
Bestellbezeiébnuﬂg

Bezeichnung eines Leistungsschalttransistors vom Typ SU 311:
Trensistor SU 311 TGL 45039

Stendards
Erzeugnisstandard TGL 45038
Erzeugnisgruppenstandard TGL 24247
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Ergénzung zum Daten blatt

Hersteller:

VEB Halbleiterwerk Frankfurt {Oder}

DBS, Ausgahe 1/87 (10)

E ”56}01“" \ ffMﬁz 70”-40,0{
i 1hif |
[jm
X, Xy
Upp 08¢ F——
QY ZeK = CLK
e (714 == Z7pF
XAtk — & DLE2TD : ‘
10, — READY A U 8 00 7 0
AACK o U8902
HEHATR — b
. R —
RUK|RALT
/’\’UN/HAL’T__/F___
17 07—
. SFNO
Linzel-
schritt N— 14 g —
SSNC
FESETOUT o FESET
RESET 4 RESETIN TTMEDUT NHI
e WATT WATT
B S — ST7 §T7
20 ST 2 ST2
UA 858D —{TUEW 978 ST3
(0HA)
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" Bild 3: Appliketionsschaltung des DL 8127 D mit dem U 8001 C/ U 8002 D
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TIHEQUT

WATT !

o

Logik-/Funktionstabelle

Bild 4: TIMEOUT =« Zeitverhalten

. ) TIMEOUT =
RUN/HALT SSNC 5T ST2 ST3 i READY TCEN Zéhler TIMEQUT WALT
5 X L L L B X rlickge= H H
setzt
mindestens ein q x B H-
ST=Eingang H
- L L Z8hlerin=- 1) 2)
' halt +1
mit jeder
L-H=Flanke
von ZCK
L LeH=L . X X X gestoppt H LeH=L
3)
H = H-Pegel

L = L=Pegel

X = Pegel beliebig (L oder H

") Nech H-L-Flanke von READY 15 ZOK-Perioden
2) Wach H=L-Flanke von READY 15 ZCK-Perioden Low, anschliefiend 1 ZCK-Periode High

3) Hopegel 1 ZCK-Periode

High, anschlieBend 1 ZCK=Periode Low
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Bild 6: Impulsdiegremm U 8086 - Mode
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Hersteller: VEB Mikroelektronik . Karl Marx” Erfurt

Ansteverschaltkreis £iir Fligsigkristallanzeigen

Der U 714 PC ist ein Schaltkreis zur Ansteuerung von Flilssigkristallanzeigen. Der kaskadier-
bare Scheltkreis ist Teil eines LCD=Punktmatrixdisplays, das im VEB Werk fir Fernsehelektronik
Berlin hergestellt wird. ) v

indexecke

BT
o
Il
-
>

o
>

Y 14
Y 10

Bild 1: AnschluBbelegung
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Bezeichnung der Anschlisse

ﬁ%—sm« v 1 :é% Unp Betriebsspannung fir Logik
%?'isz :; :ﬁé UEE ‘Betriebsspaﬂnmng Ty LOD=Treiber
e O Y & .
82 ke o 5 38 i Bezugspotential
LFEZ \\i 5 ﬁ 38 &sp
P M TS ¥ /U2 Betriebsspennung filr LOD-Treiber
5;_3;7 zs .30 {ausgewihlte Zeile bzw. Spalie)
oo 2 Y 10 22 Block 1 und 2 -
%!
“pn 2 v — U 3/U 4 Betriebsspannung fir LCD=Treiber=
v 13 28 _ block 1 (unlcht ausgewshlt)
Ve jﬁi U.5/0 6 Betriebsspeannung flix LCD=Treiber~
v 15 23 : block 2 (nicht susgewdhli)
v SHL 1 Bingeng fiir Schisberichtung Block 1
Yo 4 SHL1 __ DLi DR1
:ﬁ — : L Bingsng . -Ausgeng
v 22 :jé - . 7 H Ausgeng - Bingang
:i ::i SHL 2 »Eingang fir Schieberichtung Block 2
Yoo Stz DIz oRp
M :ji L Eingeng Ausgeng
:g — H Ausgeng = Eingang
Y ::i DL 1/DR 1 Datenein~/~ausgeng Block 1
il DL 2/DR 2 Detenein~/-ausgeng Block 2
iﬁ -1 M Eingeng des Wechselsignals flr LCD-
Y35 it Treiber
1 cL § Eingang des Ubernehmetsktes filr
Y37 fed Ausgsberegister, highaktiv
1
Ml v L2 . Bingeng des Schiebetaktes fiir
v 10 83 Schieberegister, highektiv’
NP i FC 2 . Eingang des lMode flir Block 2
ves =g FC2 Block 2
N )
¥ 45 88 H  Zeilentreiber
L Spaltentreiber
T 1 cee ¥ 35 ICD=Treiberausgénge des Blockes 1

Y 36 cco ¥ 45 L(D-Treiberausginge des Blockes 2
Bild 2: Schelfungskurzzeichen '

Beschreibu

Der Schaltkreis U T14 PC dient der Multiplexensteuverung von Flissigkristellanzelgen.

Die logische Funktion des U 714 Plreslisiert eine Seriell/Perellel-Wandlung bis zu 45 bit einschliel-
lich einer Ausgengspegelwendlung (Ausgengspegel szwischen O und =13 V einstellbax.

Der Scheltkreis besitzt zwei bidirektionale Seriell/Parallel-Wandlerblbcke (10 bit und 35 bit),

deren serielle Eine- wnd Ausginge getremnt euf die Anschllsse bersusgefithrt sind. Mehrere Schali-
kreise sind keskedierbar. Den inneren Aufbeu des Schaltkreises zeigt das Blockschsltbild (Bild 3).
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3 U 714 P¢
YTE e Y%§
o
o : ) LCD - Treiber
M § .
‘ - 35
Ubernahmetakt
CL 1 &  35bit - Ausgoberegister ~
Schiebe - .
35 Ciehtung gpy
DL 1e———{DUEL__—of 35ctufiges bidirektionales
Ci2 HEDCIOALs  Schieberegister
Umschalter g hiebetakt
10stufiges bidirektionales | &—
(gté) Schiegér@ig%@r ‘ .
! Ly
10 bit ~Ausgaberegister
FC 2~ T
U 01U 02 I LCD-Treiber
Uosluos ] I
Y 36 R Y £5

Bild 3: Blockschaltbild

Der Schaltkreis setzt sich aus- folgenden Teilen zusammen:
- Logikteil mit Schieberegisterzelle und Anzeigeqegis{erzelie
- Tre}bertei! mit Pégeiwandler und Treiber
- Bléck fir Schiebe- und Ubernahmetakte
- Bldeke fur bidirektionale Datenpins und Schiebemodus

- Block fiir die LCD-Ansteuerspannungen

Logiktel!l mit SchEebereg!s%erzeii@ und Anzeiceéreglisterzelle

Die Schieberegisterzelle ist ein von CL 2 {(highaktiv) getékteies Master-Siave~Flip~-Flop mit
zwei tristate-Ausgingen. Diese tristate-Ausgidnge werd?n durch SHL gesteueri, so dafl die Zellen
zu einem bidirekiionalen Schieberegister verschaltet werden konnen. Angekoppelt an die
Schieberegistérzelie ist. die Anzelgeregisterzelle, die ein mit CL 1 {highakiiv} getakietes
Master-Slave~Flip-Flop darstellt.

Die Ausginge des Ausgaberegisters (A 01 ... A 45) steuern direkl den Pegeilwandler an, dér den

logisch unverdnderten Dateninhall mit ver&ndertem Pege!l zur Ansteuerung der beiden C(MOS-Trans-
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missionsgates liefert, die als Ausgangstreiber dienen und die entsprechende Pegelfolge auf das
Ausgangspin Y durchschalten.

Treiberteil (Pegelwandler und Treiber)

Der Pegelwandler formt die Eingangéinformation mit den Pegelwerten O V und =5 V logisch unveréndert
in die entsprechende Ausgangsinformation mit den Pegelwerten UEE =0V und =5 coo =13 V um, damit
dle Treibertransmissiongates angesteuert werden kdmnen. )

Zrzeugung der Schiebe~ und ﬁbernahmetakte

Die Schaltung dient der logischen Verkniipfung von CL 1 und CL 2 mit dem Modussignal FC 2. Der Ree
gisterblock 1 (A 01 oe. & 35) wird direkt nach der Bingangspufferung mit den Takten CL 1

und €L 2 versorgt, wihrend der Registerblock 2 (A 36 ... A 45) lber einen durch PC 2 gesteuerten
Umschalter mit Schiebe~ und Ubernshmetekt versorgt wird.

Bidirektionale Datenpins und Schiebemodus

Die Datenausgabe erfolgt getakiet iber ein D=Flip-Flop, das je nach ‘an SHL eingestellter Schiébes
richtung die Datenlibernahme in einen kaskadierten Schaltkreis gewHhrleistet.

Bereitstellung der L{D=Ansteuerspannungen

Das Signal M ubern;mmt das Umschalten der Ausgangspegel wBhrend einer Zeilenzeit. Plr die Ansteue=
rung der Zeilen wird mit FC 2 = H das M-Signal intern negiert.

Tabelle 1 gibt eine Ubersicht iber die gesambe Logik= und Ansteuerfunktion des Schalikreises {(ange=
geben sind die Pinbezeichnungen, deren Pegel auf die LCD=Treiber=Pins ¥ 1 ... Y 45 bzw. deren Sige

naie auf die internen Taktleitungen durchgeschaltet sind).
Di: Ausgeberegisterinhelt (Bildinformation)

L = nicht ausgewthlte Leitung
B = ausgew&hlte Leltung

¥C 2 DL B Y 1 see ¥ 35 Y 36 eee ¥ 45 Ubernahmetakt Schiebetakt
Block 1 Block 2 Block 1 Block 2
H H U =1 U2
L g2 ) U1
H e coasen o = CL 1 CL 2 CL 2 CL 1
L H | U3 U6
I U 4 U5
H H U1 1
L U2 2
L e ==t CL 1 CL 1 CL 2 CL 2
L H U3 U5
I U 4 U6

Tabelle 1: Logikfunktion des Schaltkreises
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%

U 714 Pc

Aus dieser Logikfunktion ergeben sich flr die drei mSglichen An-

wendungsfille in einem LCD=Modul folgende Belegungen fiir die

Anschliisse U 1 eoe U 6, CL 1, CL 2 und FC 2:

fo S@&ii@ﬁ&?@}b@?

(atte Ausgnge Y 1 ... Y 45 arbelten als Spaltentreiber)
Pin T FCZiCLilCL2iUTIU2[U3IjULIUBIUES
Pegel bzw. Signal L CL fiCL 2 U 314 2 Uslusiusiuas
2. Zellentrelber
{alle Ausginges ¥ 1 ... Y 45 arbeiten als ia!i@ﬁ%reib@r)
Pin : FC 2l CL fjCcL 2l tiu2jus3jus Udsjus
Pege!l bzw. Signal L cL2icL U2/ utlueiusiueus
3. Zellen- und Spaltentrsiber
(Y 1 ... ¥ 35 arbelten als Spaltentrelber und ¥ 36 ... Y 45 arbeiten als Zellentreiber)
Pin FCz2lcL fjCL2jutju2zju3iusejusiue
Pege! bzw. Signal H CL il cL2lutjuziusjusiusiues
Grenzwerte
Kennwert Kurzzelchen min, max . Einhelt
Betrlebsspannung flr Loglk | Usp =7 0,3 Vv
Betrisbsspannung fir UEE =13 0,3 v
L.CD=Trelber
£ ingangs spannung UE UDD - 0,3 0,3 v
lLagertemperatur {ﬁtg -85 125 %c




Statische Kennwerte und dynamische Betriebsbedihgungen

o)
( =0 cee 70 c)\

Kurze

(zwischen U; und Yy
dabei 0,1 mA en einem Yy)

Kennwert MeBbhedingungen mine mex. Einheit
zeichen Lo :
Betrisbstemperatur < 0 70 o5
Betriebsspannung Logik UDD =5,25 =475 V.
Betriebsspannung fir UFT*’ =11 =9 v
LCD=Treiber ) -
Eingangsspannung H “UIH 0,3 UDD v
Eingengsspannung L UIL ) 0,7 UDD v
Ausgangsspannung H UOH =0,4 v
Breite der Tektphese H - 800 ns
an CL 1, CL 2
~ Breite der Taktphase L tC"JT 800 ns
an CL 1, CL 2 e
Datensetzzeit an ts 300 ns
- DL 1, DL 2, DR 1, DR 2
Datenhaltezeit an tH 200 ns
DL 1, DL 2, DR 1y DR 2
Tekt=set=-up=-Zeit Schiebe~ a1, 500 ns
takt vor Ubernshmetakt
Spaltenansteuerung
Takt=set~up-Zeit Schiebe~ tLS 500 ns
takt vor Ubernshmetakt
- Zeilenansteuerung
Tekt=set=-up~Zeit Ende Sy 300 ng
Ubernahmetakt vor
nédchstem Schiebetsakt o
Spaltenansteuerung
Statische Kennwérte
( & =0...7 %)
Kennwert Kurze= - Mefbedingungen mine meXe Einheit
zel.chen
Ausgangsspannung H UOH =0, 4 v
Ausgengsspannung L UOL I = 0,4 mhs UDD + 0.4 v
Stromaufnahme an UDD IDD £ =. 400 kHz 2 mh ‘
Stromesufnahme an UEE IEE f = 1 kHz; ohne CL 10 /uA
Spennungsabfall UC12 1¢5 v
(zwischen U und- Yy je
Block, debei 0,05 mA an
allen tbrigen YK)
Spannungsebfeall Ud‘} 1e1 v




ad DL 1, DL 2, DR 1,

DR 2 (G = 15 pF)

2/87 (11) 7
Kennwert Kurzzeichen mine maXe Einheit
_ Bingengsreststrom IIL 5 Juh
7
. Ausgengsspasonung H en U”H =0,6 v
OF
DL 1, DL 2, DR 1, DR 2
Auvsgengsspaonung L an UOE =4,15 v
- <,
DL 1, DL 2, DR 1, DR 2
Dynamische Kennwerte
Kennwert - Xurzzelchen mine max. Einheit
Datenversdgerungszeid tog 500 ng

cLa

DLA/DRAN

. cL1

DL2 fDRIIN

Bilid 4: Taktdisgramm

fir Zeilen= und Spaltenansteuerung

U 714 ¥C



{
CWH
/
CLZ g
—d
DL1/DR4,DL2IDRZ
IN
cL1
=
e tows Lty
Bild 5: Tektdiagramn fir Spaltenansteuerung Block 1 und 2
CcL2
ol tSL
cL 1 5 ,, 2
s gwﬁ v
Bild 6: Takidiagramm Zeilenansteuerung Block 1 und 2
{FLM)
M

M

CL1

cl. 2

DL 1/OR1/DL 2/DL. 2

Bild 7¢ Beispiel einer Ansteuerung des U 714 PlLals Spaltentreiber (Y 1 ...

DL1/DR1, DL2/DR2
entsprechend
Bild 4 und Bild 5

Y1,,.Y4S Spolientreiber
8 Zeilen
Signatform A

Y 45)
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1 2 3 & 5 <] 7 8 b 2 3
DL2/DR 2 (FLM) 1 I
CL 1 ! | T OO N O I N B
jister Y36 1 1

]
i

A e N

vergraflerte Darstellung

Y 1...Y35 Spaltentreiber
Y 36...Y 45 Zeilentreiber
AL@Q@ e ' & Zeilen
Ausgaberegister T T T Signaltorm A

Bild 8: Beispieil einer Ansieuerung des U 714 Plais Zeilen- und Spaltentreiber

3.25

295 5
135

1018 o

w2 3
¢ o
o pt
Yl

43

i
(=]
= §

Bild 7: Geh3useabmessungen (Bauform 51.1.1.2.64 nach TGL 26713)
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Dieses Datenblatt glbt kelne Auskunft Uber Liefermbgiichkeiten und beinhaltet keine Verbind-
{tchkeiten ‘zur‘ Produktion. Dle gliltlige Vertragsunterlage belm Bezug der Baueiemente Ssﬁt der
T%p$€&ﬁdar‘do Rechisverbindlich ist jewells die Auftragsbhbestidtioung.

%ﬁd@ruﬁéeh im Zuge der technischen Welterentwickiung vorbehalten.

" Die Behandlungsverschriften fir MOS»Baaeiemntéﬁ'@ss@ﬁ unbedingt eingehalten werden, da andern-

falls eine Reklamation nicht anerkannt werden kann,

11/86
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Hersteller: VEB Mikroelektronik ..Karl Marx” Erfurt
6fachwﬁm1®§vert$peichey und D/A-Wendler

Der U 804 D ist ein mikrocomputersteuerbarer 6fach~AnalogweﬁtSpeichér mit D/A-Wandlern von je
6 bit Auflésung und pulsbreitenmodulierter An;logwertausgabé in n-Kanal-Silicon-Gate-Technik.
Als asynchrone serlelle Schn}ttsteile fungiert der CBUS., Eine Chip-Select-Logik ermdglicht 6 den
'paraileken Betrieb von max. vier Scha!tuhgen,

Der Einsat:z dés 6fach~Analogwertspeichers und D/A-Wandlers U 804 D erfoligt In Erzeugnissen der

s

Fernseh- und Rundfunktechnik.
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Bild 1: AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen



Bezeichnung der Anschlisse:

i uSS Bezugspotent ial 9 UDD Betriebsspannung
2 Qsc Push-Pul l-0Oszillator-- 10 CcLO Open=drain-0szillator-Ausgang
Ausgang . (gepuffert)
3 CLK Oszillator/Schmitt-Trigger= 11 ANAL 6 Open-drain-Analogwert-Ausgang
Eingang . ! .
4L . CLB CBUS-Takteingang (asynchron) 12 ANAL 5 Open-drain-Analogwert-Ausgang
5 DATA CBUS-Dateneingang ) 13 ANAL 4 Open-drain-Analogwert-Ausgang
[ DLEN CBUS-Datenfreigabeeingang - 14 ANAL 3 Open—draFn«Ana!ogwert-Angang
7 SAA SystemadreBeingang A k : 15 ANAL 2 Open-drain-Analogwert-Ausgang
8 SAB Systemadrefleingang B 16 ANAL 1 Open-drain~-Analogwert-Ausgang
Bl
-~ .18
3

LY.}

Bild 2: &Gehéuseabmessungén

Beschreibung

Die Schaltung U 804 D enthélt Analogwertspeicher und D/A-Wandler fiir 6 Aﬁa!ogfunktionen mit je
6 bit Auflésung. Uber einen seriellen Datenkanal, den CBUS, kénnen vier parallel” betriebene
Schalitungen adressiert und gesteuert werden.

Die Chipadresse kang Uber zwel Eingdnge extern programmiert werden., Ein interner Taktoszillator
kann den Analogtell der Schaliung mit einer Freguenz von fC = 30.-kHz ... 1 MHz versorgen.

LK

Die Ana!ogwerte werden als lmpulsmuster mit einer Wiederho!freguenz von fCLK/GB ausgegeben,
wobei das Verhdltnis der High-Zeit zur Zykluszeit dem Analogwert entspricht. Durch externe

Integration wird eine dem Analogwert proportionale Gleichspannung gewonnen.

Datenelingabetell

Die Dateneingabe (CBUS) erfolgt seriell Uber die Einginge DATA, DLEN und CLB. Mit Hilfe der
Taktimpulse an CLB {Clock-Bus) werden wihrend DLEN = H (Data-line-enable) die am Eingang DATA
anliegenden Daten eingelesen {sh. Bild-3}. V

Empfangene Daten werden unter folgenden Bedingungen in den Datenzwischenspeicher Ubernommmen

und weiterverarbeitet:
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- Wihrend der Datentbertragung (DLEN = H) missen 12 Taktimpulse am CLB-EinganQ empfan-
gen werden®{Wortformatspriifung).

- Das Startbit muB L = O sein.

- Die Ubertragenen Systemadreflbits A und B missen mit der extern programmierten 'Schal-

tungsadresse (SAA, SAB) Ubereinstimmen (A o SAA; B = SABsﬁ

Das Datenwort fir den U 804 D besteht aus folgendern Bits (siehe Bifd 3)}: |

- Bit 1: Startbit = 0

- Bit 2, 3: .  SystemadreBbits A und B

- Bit 4, 5, 6¢ Analogwertspeicheradresse
- Bit 7 12 Analogwertdatenbits

Ein Ladeimpuls an cLe be? DLEN = L bewirkt die Ubernahme gliltiger Daten in den Datenzwischen-
speicher und die Weltergabe an denhadréssierten Analogwertispeicher. Die Datenlbernahme erfolgt
jeweils an der H/L-Flanke des Bus-Clock-Signals CLB. Die genauen Zeitbedingungen fir die CBUS-

Signale gehen aus Bild 4 hervor.

Adress{eren der Schaltung
Der U 804 D besitzt zwel AdreBeinginge SAA und SAB, deren logische Pegel (L = 0; H = 1) mit den
per CBUS empfangenen SystemadreBbits (A, B) verglichen werden. Bel Antivalenz eines Bits werden

die Restdaten ignoriert.

Adresslieren der Analogwertspelcher
Die Adresslierung der © Analogwertspeicher erfo!gf durch die Bits RA, RB und RC im CBUS-Daten-
wort. Die Adresse wird im Adressenzwischenspeicher abgelegt. Die Adrefivektoren {RA, RB, RC)

gleich . {0, 0, 0) und (1, 1, 1) sind ungliitig und fUhren zum Ignorieren der folgenden Informa-

tion.

Adrefib it Analogwertspelicher Pinnummer

RA RB RC / ANAL n

0 0 0 (ungﬁ!f?g) . - .
1 0 0 ANAL 1 ' 16

0 1 0 ANAL 2 15 ‘ ’ ¢
1 1 0 ANAL 3 14

RY 0 ‘ 1 ANAL & 13

i o] ’ 1 ANAL 5 12

0 1 ' i ANAL 6 11

1 i 1 (unatitt ig) =

Tabelle 1: AdreBzuweisung
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Die bertragung eines Analogwertes erfolgt_bénér codlert in den Bits 7 ... 12 des CBUS-DATA-
$§gﬂ@is. ‘ '

Bet .gﬁiiﬁger System- und Ana%ogweﬁtséeicher@dﬁgsse eéfoig{ die Datenlibergabe durchvelne Hand~
shake-Logik Uber den Datenzwischenspelcher des Empfangstelis an den Analogteil.

Die Taktbasis fir die Analogwerilogik wird durch dle Frequenz der extern am Pin CLK anllegenden
Spannung bestimmt . )

Bei Benutzung des Internen Osziilators Ist an den Pins CLK und 0SC foigende Bgschal%ung vorge-

sehen:

=>CLD

Als Richtwert fir elne Oszillatorfreguenz von fCLK = { MHz werden empfchlen:
R = 27 kOhm
C = 27 pF -

Am Open-drain-Ausgang CLO wird das Osziilatorsignal flr weltere Anwendungen gepufferi zur Ver-
fugung gestellt.

Der zwlschengespelcherte, bindr codierte Aﬁaéégwer% wird gem. Tabelle 2 En%ewgget§e%t,

Datenbits Tastverhiitnls Remerkung

LSB MSB

0 0 0 G 0 0 ) 0/63 niedrigster Wert

i o 0 0 0 o 1/63

Y 1 [ o 4] 2/63 . )
1 1 ¥ 1 1 0 31/63 ‘ Etnschaltwert nach AUTORESET

o 1 1 1 i % §2/63

1 -1 S 1 1.1 63/63 hiichster Wert

Tebelie 2: Aralogwertzuwelsung zum Datenwort
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An den Analocgausgingen werden-die Analogwerte afs Irmpulsmuster mit &iner Wiedeﬁhc!frequenz von
fCLK/SS zur Verfiigung gestellt, Das Verhéitnis‘der High-Zeit zur Zykluszeit entspricht dem ein-

gestellten Analogwert.

Einschalt -AUTORESET

Durch einen internen RESET»ZykEusgwird nach dem Zuschalten der Betriebsspannung uDD die gesamte

Schaltung initialisiert.

Nach erfoligtem RESET-Zvkius sind alie Analogwerte gieich dem dquivaienten .Tastverhdiinls von

VVT = 31/63.
DLEN
CLB B
=
: N LSB Msg JLsE MSB ,
DATA i 2 | t 1 slel72lelelwnlulw i w_,
se | A B |RA _RB RC .
Startbit] System- | Speicher ~ Anclogwert (bingr codiert!}

adresse | adresse

Bitd 3: cBUS-Ubertragung

DATA

Bild 4: Zeitdiagramm fUr CBUS-Signale
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SAA SAE
DLEN | i L
CLB 5 oy
DATA Datenpuffer ——t ANAL 1
i Register-/
Adrefizwischerr » Empfanger- ANAL 2
Steuerung
i
e ANAL 3
; 8
<
7 % SoANAL &
Zeit - ]
steuerung o
? C—S9ANAL 5
Referenzzahl ANAL 6
Oszillator =
AUTORESET T
¥
CLo0 CLK 0OSsC
Bild 5: Blockschaltbild

Grenzwerte

Kennwert Kurzze ichen min. max . Einhelt
Betriebsspannung UDD -0,3 7,5 v
Eingangsspannung Ul 0;3 15 V
Eingangsstrom | | =100 +100 uA
Ausgangsspannung UO 0 15 \Y
Ausgangsstrom IO =10 +10 mA
Veriustleistung pro Ausgang F’O 25 ©omW
Gesamtverlustieistung Ptot 250 miW
Lagerungstemperatur 3’;9 =jO 85 °¢
Lastkapazitdt CL 1 Ak
ANAL 1 . 6, CLO
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Statische Kennwerte

{ {% =0 ... 70 QC; ugs = § Vg UDD = 5V, falle nicht anders angég@b@n)

Kennwe rt Kurz - Mefibed lngung min. MBX . Etnhelt
ze ichen
Betriebsspannung uﬁD 4,3 5,5 v
Betrlehstemperatur {Z ¢ i 70 “c
£ Ingangsspannung L UﬁL =0,3 0,8 Y
E ingangsspannung H UEH 2 12 v
. CLB, DATA, DLEN,
TSAA, SAB
E ingengsgpannung H gEH k 3,5 i2 v
CLK .
St romaufnahme ESD 35 mh
Eingangsrestsirom !E : UB =0 ... 12 ¥ , 10 uh
CLB, DATA, DLEN, :
SAL, SAB, CLK
/ Ausgangsspannung L MGL EG z 3,5 mh : ‘ 0.8 v
0sC :
Auggangs epannung H UOR —BG = 0,1 mA 3,8 ¥
asC : %
Ausgangsspannung L UQL EG = (3,5 m& 0,2 i
ANAL 1... 6, CLO ) ) "
lg = 6,0 mA 0,7 Vo
husgangsresistrom H . lou U, =15 Vv ) 35 ph
ANAL 1 ... &, CLO . ’
- =
Dynamische Kennwertle
Kennwert : Kurz- Mefibed tngung cmin, mEX Elnhelt
ze lchen ) ‘
impulsdauer %%g %L £50 ne
Uept fox!
Ogz il latorfreauenz §CL% R = 27 ... 1000 kOhm; 0,03 1 Mz
: C = 27 ... 1000 pF
Lnstlegs~ und Abfallzelly QF; %g ) 0,1 s
cLe, CLK .
CBUS-S Igna '
Setzze it DATA - CLB igg : 0,8 : r s
Haitezelit DATA - CLB tﬁ& ) 0,3 us




Kennwert - Kurzze fchen min. max . Eirnheit
Setzzeit DLEN - CLB ten 0,4 ps
Setzzelt Ladeimpuls DLEN - CLB top ’ 1 ‘ us

1 Setzzelt CLB - BFEN . tDS ) ) 0,4 us
Betriebsspannungsanst ieg dlipp/dt ‘ 0,2 ’ 0,5 ¥/us

Dieses D&t@ﬂbfééi gibt keine Auskunft Uber Liefermiglichkeiten und belnhaltet keine - Verbind-
fichkeliten zur Produktion. Die gliitice Verir‘agsunieﬂag@ beim Bezué ‘der“ Baue lemente \Es% der
Typstandard. R@chi%v&eblndgfch ist j@w@iig die Aufiragsbestitigung.
ﬁﬁd%;uﬁg@ﬁ‘ im Zuge der technischen Welterentwicklung varb@haﬁeﬁ.

Die Behandlungsvorechrifien fir MOS-Baue lemente sind unbedingt elnzuhalten, da andernfalls

eline Relamat ion nlcht enerkannt werden kann,

&
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Graphic-Display=Controller
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Der U 82720 D (Graphic«DisplaymContrq}ler/GDCL,ist ein fir Mikrorechnersnwendungen angepabBter Con-
trollerschaltkreis zur Steuerung von Rastergrafike- bzw. alphanumerischen Displays. Der GDC wird
debei zwischen Bildwiederholspeicher und SystemeMikroprozessor im Display engeordnet. Der GDC
Ubernimmt die Verwsltung des Bildwiederholspeichers und die Erzeugung der Steuersignale fir das

Videointerface.

2xWCLK
DBIN

- HSYNC

VIEXT
SYNC

_BLANK
ALE
DREG
BACK
®O
WR
A

N 0B O
08 1
DB 2
08 3
DB 4
DB S
DB &
DB 7
GND

FEE BB e Bl R el 1 5

=

ElE Bl

i Vee
58] A 17
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AD 15
] 4D 1
I35 AD 13
32 aD 12
AD 1
AD 10
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Bdogt | O0C fap s
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B _loe3 4D 3
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Bopgs AD.6
Bt 7 AD 7
AD 8
S<ro AD 9
AL d i AD 10
Adro AD 11
: 4D 12
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AD 14
AD S
At
A7
ALE
DBIN
;1__ 2%
WCLK Hert
; NG
2 pen &
823 pack [DREQ
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Bild 1: Anschlufbelegung und Schaltungskurzzeiqhen'



Bezeichnung der Anschlisse:

Bild 2:

2 x WCLK Tak teingang
DBIN Auggang5 . Strobesignal zum Einlesen der Daten des Bild-
wiederholspeichers
HSYNC AusgangiHoﬁizontaisynchron3sationssigna! zur Erzeugung des Zeilenricklaufs auf
. dem Display
V/EXT SYNC Ein—/Ausganngertikalsynchronisatioﬁssignal zur Erzeugung des Bildricklaufs auf
dem Display {Ausgangssignal}); in der GDC-Slave-Betriebsart als Eingangssignal
.zur Synchronisation des Bildrasterzeitverhaltens mit- einem Master-GDC
BLANK Ausganéévideoaustastsignal
CALE Ausgang;Speicherzykiussignal fir Zeilenlbernahme (RAS-Signal) fUr ‘dynamische
RAMs oder Demultiplexsignal (ALE-Signal = Adress Latch Enable) fUr den AdreR-/
Datenbus .
DREQ Ausgang;DMA-Anforderungssignal (DMA-Request) zur Steuerung eines externen DMA-
Controllers
DACK Eingang;DMA-Bestdt igungssignal (DMA-Acknowledge) zur Steuerung 'eines externen
DMA-Controllers
RD Eingang;Strobesigﬁa! (Read) zum Einliesen von GDC-Daten in den System-Mikro-
prozessor
WR Eingang;Strobesignal {(Write) zum Einlesen von Mikrprozessordaten in den GDC
AQ Eingang} Auswahi der Adresse zur Unterscheidung von Kommandos und Lese-/
Schreibdaten '
DB 0O . bB 7 Ein-/Ausginge; bidirektionaler Mikroprozessor-Datenbus des GDC, Bussteuerung
erfolgt mit den Signalen WR fiir Eingabe und RD {fir Ausgabe
GND Bezugspotential ‘
LPEN Eingang;Lichtstiftsignal (Li@ht Pen Detect)
AD O . AD 12 Ein-/Ausginge; Adrefl-/Datenbus des Bildwiederhcolspeichers (Eityo coe 12}
AD 13 . AD 15 Ein—/Ausgénge; Funktion wird entsprechend der Betriebsart des GDC festgelegt:
~ bei Grafik-Betriebsart: Adrefi-/Datenbus des.Bildwiederho!lspeichers
. (Bit 13 ... 15)
- bei Zeichen-Betriebsart: Zeilenzdhlerausginge (Bit 48 ... §2)
- bei Misch-Betriebsart: Adrel3-/Datenbus des Bildwiederholspeichers
(Bit 13 ... 15)
A 16 Ausgang; Funktion wird entsprechend der Betriebsart des GDC festgelegt:
- bei Grafik-Betriebsart: Adreflbus des Bildwiederholspeichers (Bit 16)
- bei Zeichen-Betriebsart: Zeilenzdhlerausgang (Bit 3) :
- bei Misch<Betriebsart: Attributblinksignal und Ricksetzen des
Zeilenzdhlers :
A 17 Ausgang; Funktion wird entsprechend der Betriebsart des GDC festgelegt:
~ bei Grafik-Betriebsart: AdreBbus des Bildwiederholspeichers (Bit 17)
- bei Zeichen-Betriebsart: Cursor- und Zeilenzihlerausgang (Bitl 4)
- bei Misch-Betriebsart: Cursorausgang und Flaganzeige fur
. Bildbetriebsart
UCC Betriebsspannung +5 V
52
68,26
13
; ?
| S S by ill"lllAlllk
8 MU EREEEENEUENRH RN M R
4 felaliclioUelizialialiniigiigtgtaiatigligligtigl
sxtiiktbdRbanR REER
VIO T O O U

B2

.Gehduseabmessungen
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Kurzbeschreibung

= Der GDC ist schaltungskonzeptionell zwischen dem Bildwiederholspeicher und dem System=Mikropro-
zessor angeordnet.

- Folgende wesentliche Eigenschaften cherakterisieren den GDC:

. geeignet fiir hochaufldsende Bildschirme, max. 1024 x 1024 Punkte
. Der Bildwiederholspeicher kann in beliebiger GroBe bis zu 4 Mbit (256 kWorte x 16 bit) aufge-
baut werden.
. Ansteuerung von moncchromen S/W- und Farbdisplays mbglich
. Betriebsarten: 1e Grafik-Betriebsart
2. Zeichen=Betriebsart
3., Misch=Betriebsart

. In allen Betricbsarten ist zooming, parming und windowing moglich.

. Darstellung alphanumerischer Zeichen, Punkte, Rechtecke und Kreisbﬁéen moglich
o Lichitstifteingang

o 2,0 MHz, 3,125 MHz und 4,0 Miz Taktfrequenz

. eine Versorgungsspannung von +5 V

- Beschreibung

Der U 82720 D - Graphic Display Controller (GDC) ist.ein fir Mikrorechnersnwendungen angepaBter
Controllerschaltkreis zur Steuerung von Rastergrafik - bzw. alphanumerischen Displays. Der GDC

wird dabei zwischen Bildwiederholspeicher (Display Memory) und System=Mikroprozessor angeordnet.
Der GDC ibernimmt die Verwaliung des Bildwiederholspeichers und die Erzeugung der Steuersignale

fir das Video~Interface.

Der GDC U 82720 D erxmbglicht, insbesondere bei Systemen mit mehreren GDCs im Master-Slave=Betrieb,
den Aufbau hochauflosender grafischer Displays mit dem Prinzip der Bilddarstellung nach dem Raster=-
darstellungsverfahren. . » ' . .
Beim Rasterderstellungsverfshren wird der Elektronenstrehl einer Katodenstrshlrthre in horizontaler
md vertikaler Richtung zeilenformig periodisch abgelenkt, d. h. Zeile flir Zeile lber den Bild=-
schirm-gefilhrt und jeweils dort angeschaltet (hellgetastet), wo ein heller Punki entstehen soll.
Striche, Buchstaben und grafische Zeichen wérden immer aus Punkten zusemmengesetzt.

Der Aufwand flir die Erarbeitung der Steuersofiware fir ein grafisches Displays kann durch den kom=
fortablen Befehlssatz des GDC und die verfligharen Zeichnungsalgorithmen zum Zelchnen grafischer
Darstellungen klein gehalten werden.

Der vom GDC verwaltete Bildwiederholspeicher keamn in den verschiedensten Formaeten und GrdBen bis
hin zu 256 kWorten zu je 16 bit konfiguriert werden. Die Darstellungén auf dem Bildschirm kimnen
vergrdBert (zooming) werden. Das Bewegen bzw. Schwenken einer Darstellung‘(panning) kann software=
gesteuert ablaufen. Es konnen gleichzeitig mehrere Teile des Bildwiederholspeichers als sog. Aus»
schnitte (Fenster) auf dem Bildschirm dargestellt werden (windowing).

Der Lichistifteingeng eignet sich besonders zur interaktiven Benutzerkommunikation am Grafike
Displaye

Spezifiksationen des GDC U 82720 D

= Mikroprozessor=Interface;

= DMA-Trensfer in Verbindung mit DMA Controllern mdglich

= Kommendospeilcherung in GDCeinternem FIFO-Buffer

Bildwiederholspeicher, adressierbar 256 kWorte zu je 16 bit; Zugriffsmglichkeit Uber Reéd-
Modify-Write=Zyklus (RMW) und Display-Zyklus ohne RMW

= Eingang flr Lichtstift

Moglichkeit der externen Videosynchronisation

3

&



Grafike-Betriebsart (Graphic Mode) programmierbar; Verwaltung von 4 Mbit Bildwiederholspeicher
Mogllchkeluen der Grefikdarstellung:
Zelchren von Geraden9 Kreisbogen, Rechtevken und grafischen Zelchen mit einer Dunktfolgew
frequenz von 32 MHz in der normalen bzw. 64 MHz in der "gedehnten" Darstellungsart
{(Wide Display Models Bildgrobe bis zuv 1024 x 1024’Pixel in 4 Bildebenen in Farbe oder Graue
stufen; 2 unabhingig voneinander "rollbare”Bildfenster ' :

Zelchentetrlebsart (Charscter Mode) programmierbar; Verwaltung eines Blldwxcderholspelchers

mlt 8 k¥ x 13.bit Charakiere und Attributspeicher ‘
Moglichkeiten der Zeichendarstellung:

-automatische Verschiebuhg des Cursors: 4 unabhinglg vonelnander rollbare Fléchen; programmleroan
re CurSorgréBe; 256 Zeichen pro Zeile; bis zu 100 Zeilen je Bildebene

gemischte Grafik- und Zeichen-Betriebsart (Mixed Graphic and Character Mode) programmierbar;
Verwaltung von 64 kZeichen Bildwiederholspeicher und ein Megapixel Grafik-Bildwiederholspeicher

VergrtBerungsfaktor (Zoom} 1 ... Téfach; Schwenkfunktion (panning); prdgrammiérbare Parar
fir das Video=Raster ) : )
DiMA-Eigenschaften: Ubertragung von Byte oder Wort in vier Taektperioden je Byte=Ubertragung

Wachfolgend werden die Elemente des Blockschaltbildes beschrieben:

Mlkroprozessormlnterface
Das Mikroprozessor=Interface mit den Datenbus=Ein=/Ausgingen DB O ses DB 7 st 8 bit brelt und
bidirektional susgefiihrt. Zum Interface gehbren das Statusregister und das DagamReadeReglster,

Das S%atusreglsier ist zu jedem beliebigen Zeitpunkt lesbar. Ein zusét%licher FIFO-Buffer hat die

Organisation 9 x 16 bit. Dexr Zugriff zum FIFO=Buffer wird mit den Flags des Statusregisters sowlie

in Abh8ngigkeit von den verschledenen 1nternen GDCwOperatlonen koordiniert.

]
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U 82720 D

N | Mikroprozessor-interface Bildspeicher -Steuerung
AQ—p , '
%ﬁ =S STATUS ~Register - )
TE —a DATA READ- Register . @ mit Refresh - Z&hler o AD 132 -
5 Zeilenzéhler le—s AD Y
: o RMw - Dotenibertragungs- Le—p AD 15
kanal
Fifo-Buffer 9x16 o o A¥
, £ e
Kommandoprozessor 2 Generator fur ALE
mit Steuer~ROM 128 x 14 N Speicheransteuerung —» FEN
@
Parameter - RAM /" %E/u ZOOM - und PAN-
16x8 , N V| ;%W Steuerung
I=
DRG < ‘ el
DMA - Steuerung e | > Video-Synchronisa- s @%é?cngc
BACK ——tr ’\g tions -Generator = BLANK
LPEN —p Lichtstift - Steuerung Zeichnungssteuerung
Bild 3: Blockschaltbild des GDC U 82720 D

Kc;mmandoprozessor‘

Die Inhalte des FIFO-Buffers werden mit dem Kommandoprozegsor interpretiert. Dabei erfolgl eine
Dekodierung der im FIFQ befindlichen Kommandobytes und die Vertelliung der Befeh!spar‘ame.ter% an
ihre Bestimmungsorte im GDC. Bei gleichzeitigem Zugriff von Businterface und Kommandoprozessor

auf den FIFO-Buffer hat das Businterface die hthere Prioritdt.

DMA-Steuerung

Die DMA-Steuerung des GDC Ubernimmt die Datenibertragung am Mikroprozessor-Businterface, wenn

mit einem externen DMA-Controller kommunizieri wird. Die Steuersignale fiur DMA-Anforderung

DREQ {DMA-Request) sowie DMA-Bestdtigung DACK (DMA~Acknowledge) kdnnen im Handshake-Betrieb flur

.die Ansteuerung beliebiger DMA-Controller N?(Az. B. UA 858 D). verwendet werden. Damit ist es

mdglich, die Display-Daten im direkten Speicherzugriff zwischen dem Systemspeicher des steuern-

den Mikroprozessors und dem Biidwieder‘hbispeicher des GDC zu Ubertragen.

Parameter-RAM

Der 16 Byte' tiefe RAM speichert Befehlsparameter, die wihrend des Darstel lungs- und

Zeichnungsprozesses wiederhoit abgefragt werden. In der Zeichen-Beirliebsari enthd it der RAM die
Disp lay-F ldchenaufteilungsparameter. in der Grafik-Betriebsart werden die Zeichnungspattern und

Grafike leménte gespeichert.



V{deo-Synchronisationsgenerator7 —

Der Geneéator der Videosynchronisationslogik des GDC erzeugt basierend auf der Taktfrequenz das
Rasterzeitverhalten flr fast alle Zeilensprung- und Nichtzeilensprungformate sowie fUr das
"Wiederholungsfe ld" beim Zeilensprungformat.

Die Programﬁierung des Video-Synchronisationsgenerators erfolgt nach RESET. In der sog. Slave-
Betriebsart koordiniert der Generator das Videé—Zeitverhalten zwischen dem GDC -und einem

.

anderen Videosignalerzeuger.

Generator fur Speicheransteuerung

Ein Generator zur Erzeugung des Speicherzeitverhaltens ermdglicht . die Bereitstellung von zwei
Speicherzyklustypen: einem 2-Takt-bisplay—2ykius sowie eineh Read-Modify-Write-Zyklus (RMW) mit
4 Taktzykien. Als Signale zur Ansteuerung des Bildw[ederhorspeichers stehen die Speicherzyklus-
signale RAS (ALE) und DBIN zur Verflgung. Die beiden Signale erzeugen das Zeitverhalten und die
Steuerinformation zur Koordinierung der externen Hardware mit dem GDC-Businterface.

Das Signal ALE (Adress Latch Enable) kennzeichnet den Béginn éines jeden Spelcherzyk!usses. Mit
der Aktivierung des DBIN-Ausganges keﬁnzeichn;t der GDC die Zeit innerhalb eines RMW-
kalusses, in der die an aen RAMs des Bildwigaerho!speichers anliegenden Daten akzeptilert

we rden.

Zoom- und Pan-Steuerungk

Der GDC ermdglicht unter Einsatz externer Hardware die Anwendung der programmierbaren
Vergroflerung der Darstellung auf dem Bildschirm. Gleichfalls ist eine Schwenkbewegung Uber die
flir die Bilddarstellung benutzte Display-Bildfidche méglich.

En%sprechend der programmierten und im Parameter-RAM gespeicherten Informat ion zum
VergrifBlerungsfaktor und zur Bildfliche des Displays bestimmt die GDC~interne Zoom- und Pan-
éteuerung, wann  zur né;hsten Speicheradresse flir den Bildaufbau bzw. zur ndchsten Display-
Bildfldche Ubergegangen wird. -

Das Grundbrinzip fur die Reallsier;ng von Vergrdferungen besteht in der wEederholten hinter-
bzw. untereinanderfolgenden Abbildung von Punkten‘mit gleichen Daten.

Durch das wiederhoite Abbilden  gleicher Bildpunkte ih einer Zeile bei unveridnderter
Punktfolgefrequenz wird dabei eine Bildvergrdflerung in horizontaler Richtung erreicht. Die
en{sprechende Bildvergrdflerung in vértikaler Richtung erfolgt durch wiederholte Abblld;ng von
Punkten mit den Daten der vorangegangenen Zeilen. Die Zoom-Fdhigkeit ist nur beim bitweisen
Grafikbetrieb mdglich,

Falls die Zeilenzah! fir eine Display-Bildfliche erschépft ist, entnimmt die Zooﬁnsteuerung die
Startadresse und die Anzah! der Zeilen fur die nachste Display-Bildfliche vom Paramester-RAM.
Der System-Mikroprozessor kann durch Veridnderung der Startadresse einer Display-Bildfliche das

Schwenken in jede Richtung unabhdngig von anderen Display-Bildfldchen erreichen.
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Zelchnugssteuerung

Der Zeichnungsprozessor dieser Steuerung enthdit die fUr die Berechnung der Pixeladressen und
-positionen von diversen grafischen Darstellungen notwendige Logik. Aufler einem gegebenen
Startpunkt und entsprechenden Zeichnungsparametern bendtigt der Zeichnungsprozessor keine

weitere Unterstitzung, um die Darstellung vollstdndig zu zeichnen.

Bildwlederholspeichersteuerung

Die Aufgaben der Steuerung des Bildwiederholspeichers sind vielfdltig. Am wichtigsten ist das
efi- un GDC. Die
‘Steuerung enthdlt 16bit-Loglikeinheiten, um den Inhalt des Bildwiederholspeichers wihrend der
RMW-Zyklen &dndern zu kdnnen. Weiterhin -erfolgt die Ansteuerung des Zeilenzdhlers In der
Zeichen-Betriebsart und des Refreshzdhlers fur dynamische RAMs im ,Bildwieigrholspeicher.

Gleichfalls bemift die Steuerung die Video-Rasterzeit in den verschiedenen Zyklusarten,

Lichtstiftsteuerung
Fiir den Fall, daR zwei steigende Flanken am Lichtstifteingang dem selben Punkt zweier
aufeinanderfolgender Video-Raster entsprechen, ~ werden die Impuise als gliftige

Lichtstift informationen anerkannt. Ein Statusbit des GDC zeigt danach dem System-Mikroprozessor

an, daB das Lichtstiftregister eine glilt ige Adresse enthdlt.

Die Anwendungsmdglichkeiten flr den GDC U 82720 D sind vielfdltig, da er die. Realisierung
folgender Eigenschaften unterstitzi: ¢
~ hohe Dotfreguenz

Farbfldachen

)

horizontal begrenzte Bildschirmwindows
- charakterorientierter Bildschirm

- gemischtes Grafik- und Charakterdisplay
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Eine ausfihrliche Beschreibung des U 82720 D liegt als "Technische Bescﬁreibung U 82720 DY im
VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt - Stammbetrieb vor. Die Bestellung der technischen
Beschreibung .lst unter folgender Adresse miglich:

VEB Mikroelektronik "Kar! Marx® Erfurt

Stammbetrieb

Abt . Absatz, Tel. 58 26 .98

Rudolfstrafle 47

Erfurt

5023

Dieses Datenblatt gibt keine Au§kunft Uber Liefermdglichkeiten wund be;nhaitet ke ine
Verbindlichkeitén zur Produkiion. Die gliltige Vertragsunterlage beim Bezug der Baue lemente ist
der Typstandard. Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftiragsbestdtigung. ’

Anderungen In Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehaliten.

Die Behandiungsvorschriften fur MOSjBaueiemenie sind unbedingt einzuhalten, da andernfalls elne

Rek lamat ion nicht anerkannt werden kann.
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Hersteller: VEB

Bei den Einchipmikrorechnern (EMR) U 8611 DC-08U.8611 DC/1, UL 8611 DCC8und UL 8611 DC/T
des VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt - Stammbetrieb. handelt es sich um leistungsféhige
Baue lemente, die flr den vorrangidgen Einsatz in Steuerungen und Regelungen der kommerziellen
Efekironik vorgesehen sind.
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Bild 1: “AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen



Bezelchnung der Anschllsse:

ce Betriebsspannung
Unam 1) R Versorgungsspannung fUr irierne Register
XTAL 1 } Zeitbasis-Ein=-/Ausgang .
XTAL 2 )
RESET Ricksetzeingang
R/W Read/Write
s ‘ Datenstrobe
"E§ Adrefistrobe
USS Bezugspotent ial
P00 ... P 0O7 Ein-/Ausginge
P10 ... P 17 § Etn-/Ausgdngs
P20 ... P 27 Ein-/Ausginge
P30 ... P 33 Elngdnge
P 3 ... P 37 Ausgédnge

1) entspricht Anschiuflvariante UL 8611 DC / UL 8611 DC/1. Die Schaltkreise haben die

Méglichkett ZUm power-down-Betrieb, ein externer Taktgénerator fst _an XTAL i
anzuschl teflen. » -
Bei der AnschiuBvariante U 8611 DC / U 8611 DC/1 wird AnschiuB 2 zu XTALZ. Verwendet wird

dazu der On-chip-Oszillator bel Anschluf &nes Quarzesan XTALLund XTAL 1.

Bild 2: Geh3duseabmessungen

U 8611 DCGoUL 8611 DC-08

Die Schaltkreise U 8611 DC und UL 8611 DC sind maskenprogrammierte Elnchipmikrorechner mit
folgenden Etgenschaften:

= 8 bit Verarbeltungsbreite

- 43 Befehlstypen

- ROM-Kapazitdt: 4 kByte
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- RAM-Kapazitdt: 128 Byte (144 Register, daven 124 Mehrzweckregister, L Ein=/
husgeberegister, 16 Status- und Steuerregister) wl

- 32 Eiln-/Busgabeleitungen

- dureh Internen Zeltgeber getakieter UART (voltduplex) ‘

- 2 programmierbare 8bEtaZEhFeP/Zeitg@ber;mit ie elnem programmierbaren Eblt-Vortellier

- On-chip-Oszillater (U 8611 DC}, externer Anschluft ver. Quarz miglich ’

- 6 priorisierte und vektorisierte ﬁﬁ%@?ﬁ@%%qu@i?@ﬁ ’

- Migilchkelt der Adressierung von externen Spelchern bls zu 120 kByte

- Méglichkelt zum powsr-down-Beirleb (UL 8611 DC)

- /T?LmK@mpaﬁibEiitét an allen Anschilissen

« mittlere Befehlsausfihrungszell: ca. 2,2 ps

= 40peoliges DIP-Gehduse »

- Die Bitmusterbestellung erfolgt nach dem MME-Standard FS 457.21.

4 8611 DC/1, UL 8611 DC/1

‘Die Schaltkrelse U 8611 DC/T und UL 8611 DC/1 sind Einchjpmﬁkror@chn@r mit folgenden
Eigenschaften:

- interner ROM st nicht nulzbar, durch Pegel von ¢7,35 ... +8 V an RESET erfolgt Sprung auf
externe Programmspelcheradresse 1012H,Port 0 und 1 werden {ir Adressen- und Datenverkehe
genutzt.

= 8 bit Verarbeftungsbreite

- 43 Befehlsiypen

- RAM-Kapazitdt: 128 Byte (144 Reglster, deven 124 Mehrzweckreglstier, ; EEna/Au@gaberéw

' glster, 16 Status- und Steuerregister)

- 32 Eln-/Ausgabeleltungen

- dureh internen Zeligeber getakieter UART {vel lduplex)

- 2 'programmierbare 8bit-ZEhler/Zeltgeber mit je einem programmierbaren 6bit-Vorteiler

- On-chip-Oszillator (U B611DC/1}, externer Anschiufl ven Quarz miglich

- 6 priorigslierte und vektorlisierte Interruptaguellen

- Még?%chk@?t‘d@r Adresslerung von externen Speichern bis zu 120 kByte

- Mdglichkeit zum p@w&wwdcwwwgétrﬁeb {ut. 8611 DC/1)

= TTL-Kompatiblilitit an allen Anschilissen

- mittlere Befehlsausflhrungszelt: ca. 2,2 ys

- &Opoliges DIP-Gehduse



Bestel lbezelchnung

1 Typ

max Imale Takifreguenz

§f = B MHz

4 kByte ROM,
maskenprogrammiert

U 8611 BC 08 - HXX

4 kByte ROM,
maskenprogrammiert,
power down ’ ,

UL 8611 DC 08 - XXX

EMR ohne ROM,
Spruﬂg auf %1012

U 8611 DC 08/1

EMR ohne ROM, -
Sprung auf %1012,
power down

UL 8611 DC 08/1

XXX = Bitmusternummer {dreistellig)

Kennwert Kurzze ichen: min. maX , Eiﬂhefﬁ
Betrilebsspannung uCC -0,5 7 Y

E ingangsspannung u, <0,5 7 2) ¥
Ausgangsspannung UO -0,8 7 V
Betriebstemperaturbereich | U] 0 70 °c
‘L&g@FUﬁgsﬁem@er&iurher@tch §§tg =55 125 °c
Stat ische Kennwerte

©s c © =

(G =0 ... 70 %C; Ugg = O V)

Kennwert Kurzze ichen min . MBX . Einhetlt
Betrlebsspannungen Uee 4,75 5,25 v
(Arbeitsbetrieb)

, Uam Uee - 046 Yee v
Betriebsspannungen UCC' s} ' &,75 ¥
{power-down-Betrieb)

Ungpt 3 5,25 v
E ingangsspannung UEL =0,3 0.8 Y
Uy 2 Uee y
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Kennwert | Kurzzelchen min. * max . Einhelt
Taktelngangsspannung UELC -0,3 0,8 v
UJHC 3,8 ’ ucc -V
RESETEEEngangsspaﬁﬁung' UELR -0,3 0,8 vV
. 1)
Yinr 3.8 Uee v
2) UL 8611 DC/1, U 8611 DC/1: . Sav
Dynamische Kennwerte .
Kennwert ' Kurzze lchen min. max . Einhelt
EEngangéfr@quénz . fc 1 8 MHz
Etngangstaktanstiegs ﬁrcg ifc 25 ns
und Abfalilzelit - : :
| Taktbreite tuc | ’ 37 ) : ns

Dieses Datenblatt gibt keine Auskunit Uber Liefermiglichkeliten und belinhaitet ke i ne
Verbindlichkeiten zur Produktion. Die gliltigen Vertragsunterlagen beié Eezu§ der ‘Bauelemenie
sind die Typenstandards. Rechisverbindlich Ist Jewells die Auftragsbestdtigung.

Enderungen Im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. 7

Dile Behandlungsvorschriften fir MOS-Bauelemsnie missen unbeding! elingehalten warden, da
andernfells elne Rekiamat lon nicht anerkennt werden kann.
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RCA Foterole Feirchild|S6S ATES Toshiba  |Valvo Solid State |Ritechi Rationsl Panssonic |Signetica |VR China
. . Scientific Semicondustors

1 |CD 4001 BE [#0 14001 BCP | 4001 BFC [HOF 4001 BE | TC 4001 BP |HEF 4001 BF |SCL 4001 BE | WD 16001 B |CD 4001 BOM i 4001 8 |HEF 4001 BF |CC 4001 EE

2 |CD 8002 BE | ¥ 14007 BOP | 4082 BPC |WOF 4002 B | VC 4002 BP |WEF 4002 BP | SCL 4002 8F |HD 14002 § {CD 4002 Cn H4 &002 B |HEF 4002 BP |CC 4002 EE

3 |CO 8007 UBE| MC 14007 UBCP| 4097 UBFC{HCF 4007 UBE| TG 4007 UBP{HEF 4007 UBP|SCL 4007 UBE|HD 16007 B {CD 6007 CH M 4007 B |MEF 6007 UBP|CC 6007 EE

-4 |CD 4008 BE |#C 14008 BOP | 4008 BPC |HOF 4008 BE | TC 4008 BP [HEF 4008 B8P |SCL 4008 BE |HD 14008 B {CD 4008 BIN - HEF - 4008 B8P | CC 4008 EE

5 10D 4011 BE | KT 14011 BOP | 4011 BPC [HCF 4011 BE |7C 4013 BP |HEF 4011 BP [SCL 4011 BE HD 18011 B {CD 4011 BOR ¥ 4011 B [HEF 4011 BP [CC 6011 EE

6 {CD 4012 BE {MC 16012 BLP | 4012 BPC |HOF 2012 BE | 7C 4012 BP |WEF 4012 BP |SCL 4012 BE [HD 14012 B [CD 4012 BCH - [19¢ 4012 B |HEF 4012 BP |CC 4012 EE

7 |co 0013 BE |0 16013 BEP | 4013 BPC |HOF 4013 BE | TC 4013 BP |HEF 4013 BP |SOL 4013 BE |HD 16013 B {CD 6013 BON ¥ 4013 B |MEF 4013 BP {CC 4013 EE

@ (0D 6015 BE | WC 14015 BCP | 4015 BPC |[HDF 4015 BE | TC 4015 BP [HEF 4015 BF | SCL 4015 BE [HD 14015 § 10D 4015 BCN ¥l 4015 B [MEF &015 BP {CC 4015 EE

9 {CO 0017 BE |MC 14017 BCP.| 4017 BPC [MOF 6017 8F | 1C 4037 BP [WEF 4017 BP |SOL 4017 ABE|HD 18017 8 {CD 4017 BOM ¢ 4017 8 [ HEF 8017 BP |CC 4017 EE

10-1CD 4019 B2 | - 401% BPC [HDF 4019 BE (| TC 4019 BP [HEF 4019 BP |SCL 4019 BE [HD 14019 B | CD 4019 BCR - © lvEF 019 8P |-

1} (€D 2020 BE [ MC 14020 BOP | 6020 BPC |WCF 4020 BE | TC 4020 BF |HEF 4020 BP |SCL 4020 ABE|HD 14020 B |CD 4020 8CN |- E HEF 4020 BP |-

12 |00 4022 BE | WD 14022 BCP | 4022 BPC |MLF éﬁﬁ‘% TC 4022 8P | HEF 4022 BP | SCL 4022 ABE| - Ch 4022 LK - HEF 4022 BP |CC 4022 EE

13 10D 4023 BE [MC 14023 BLP (4023 BPT [HLF 4023 BE |70 4023 BP {HEF 4023 BP |SOL 4023 BE |MD 14023 B [ CD 4023 BCW ¥ 4023 B |HEF €023 BP |CC 8023 EE

16 |€0 6625 BE |MC 14025 BLP | 4025 BEC |MDF 4025 BE | TC 4025 BP |KEF 4025 BP |SCL 4025 BE |WD 14025 B |CD 4025 BCH  |M9¥ 4025 B.|HEF 4025.8P |CC 4025 EE

15 |CD 6027 8BS [0 16027 BLP | 4027 BPC [HOF 4027 BE | TC 6027 8P |HEF 4077 BP |SCL 4027 BE |HD 14027 B |CD 4027 BCR Bl 6027 B (HEF 4027 BP (00 4027 EE

16 |CD 4028 BE [V 14028 BCP | 4028 BPC |HCF 4028 BE | TC 4028 BP |HEF 4020 BP |SCL 6028 BE |HD 14026 B |CD 4028 BCR  [MN 4028 B |HEF 4028 BP |CC 4028 EE

17 1CO 4029 BE [WC 1402% BCP | 6029 BPC [HDF 6029 BE | 7C 4029 BP |MHEF 2027 BP |SCL 4029 8F |HD 14029 B |CD 4029 8O Vet 4029 B [HEF 4029 BP [LC 4029 EE

18 |CD 4030 BE {MC 16030 BCP | 4038 BPC [HOF 4030 BE | TC 4030 BP |HEF 4030 BP |SCL 4030 BE |KD 16070 B |CD 4030 8CN ¥ 4030 B |HEF 4030 BP |CC 4030 EE

19 10D 6034 B2 |MD 14034 BCP | 4034 BPC |HLF 4034 BE | TC 403¢ BP |- SCL 4034 ABE|HD 14034 B8 |CD 4034 BCN - - -

20 |CO 4035 8E 1K 14035 BCP | 4035 BPC [HOF 4035 6E | TC 4035 BP |HEF 4035 BP |SCL 4035 BE (HD 16035 B |CD 6035 BCR |60 6035 B |HEF 6035 BF |CC 4035 EE

21 |CD 4042-BE [WC 14042 BOF [ 4062 6PC |HLF 4042 BE |VC 4042 BP |HEF 4062 BF |SCL 4082 BE |HD 14062 B [CD 6042 BON |- HEF 4062 BP |CC 4042 €€

27 1CD 4066 BE |MC 1404¢ BOP | 6044 BPC |HOF 4044 BE | TC 4044 BF |HEF 4044 BP |STL 4044 ABEIHD 14046 B |CD 6084 BON - HEF 4044 BP [CC 4044 EE

23 |00 4046 BE [T 140%6 BLP {4046 BPC [WOF 4046 BE | TC 40646 BP |HEF 4066 BP |SCL 4046 BE |HD 14046 B |CO 4046 BON - . |HEF- 4046 BP | CC 4086 EE

26 1CD 4048 BE |- - HOF 4048 BE | TC 4048 B8P |- . - - CD 406B BON |- - CC 4048 EE

25 [CD 4050 BE [MC 14050 BCP | 4050 BPC |[HCF &0S0 BE | TC 4050 BP [HEF 4050 BP ) M0 14050 B | CO 4050.BCR Wl 6050 B8 |HEF £050 BP |CC 4050 EE

26 |CD 4051 BE |MC 14051 BCP | 4051 BPC [KCF 4051 BE | TC 4051 BP |HEF 4051 BP |SCL 4051 BE |- €0 4051 BCR - HEF 2051 BP |CC 4051 EE

27 10D 4066 BE WD 16066 BCP | 4066 BPC |HCF 4066 BE |TC 4066 BP [HEF 4066 BP | SCL 4066 BE |- €0 4066 BOW - (M 6066 B |HEF 4066 BP [CC 4086 EE

28 jCD 4069 UBE| ML 14069 UBCP| 4069 UBPT|HIF 4069 UBE|TC 4069 UBPIHEF 4069 BP |SCL 4069 UBE]- CO 4069 BCN |10 4069 UB|MEF 4069 BP |LL 4069 EE

29 €D 4093 BE |MD 16093 BCP [4093 8PC |HOF 4093 BE | TC 4093 BP |HEF 4093 8° |SCL 4093 BE (WD 14093 B |CO 6093 BON  |MBl 4093 B |WEF 4093 BF |CC 4093 EE

30 10D 4516 BE WD 14516 BCP {4516 BPC |HDF 4516 BE |- HEF 4516 BP |- - - Wi 4516 B |HEF 4516 BP |- i

31 100 4520 BE [T 14520 BCP | 4520 BPC |HOF 4520 BE | TC 4520 BP |HEF 4520 BP |SCL 4520 BE |HD 14520 8 |CD 4520 BCN M 4520 B [HEF 4520 BP 1CC 4320 EE
132}~ WD 14531 BCP [ 4531 BPC |- TC 4531 BP [WEF 4531 BP |SCL 45331 BE [HD 14531 8 |- - HEF 4531 87 |~

33 [CD 4538 BE | ML 14538 BOP 14538 8°C |- - HEF 4538 8P |- - CD 4538 BCN M 4538 B [HEF 4538 8P |-

34 (0D 4585 BE | T 14585 BCP |- - TC 4585 BP |HEF 4585 BP | SCL 4585 BE [HD 14585 B |- 198 4585 B |HEF 4585 BF |-

35 |- - 48098 B°C|- - HEF 40098 BP|- - - - HEF 40098 BP|-

36 {CD 4511 BE®|MC 14511 BCPw} 4511 BPC®IHCF 4511 BE®|TC 4511 BPe{HEF 4511 BP#|SCL 4511 BE®|- ‘ CD 4511 B0R® |M¢ 4511 Be|WEF 8511 BPe| -

i Bitouster : .
Vergleichstypen sind pin- und funkiionskompetibsl. Unterschiede bastehen in den statischen und dynemischen Kennwarten.

Hinweis’der Redaktion ¢

In der Datenblattsawmslung "Elektronische Bauelemente®, Aunsgabe
1/87 (10) wurden Schaltkreise der Serie K 561 aus der UdSSR aufge-
nommen, die z, T. in gréberem Umfang importiert werden, jedoch
nicht mebr in den gliltigen Sortimentslisten enthalten sind.

Die fufnahme der Dokumentation zu diesen Schaltkreisen in den
Zentralen Artikelkatalog (24K) ist nicht vorgeseben. Der Einsatz
dieser bauelemente ist nur wit Zustimmung des bilanzverantwort-
lichen Betriebes, VEB Mikrcelektronik "Karl Marx" Erfort, szulissig.
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/1/ CHOS DATA BOOEK, National Sewiconductor 1978

/2/ CMOS DATA BOOK, PFairchild 1977

/3/ RCA COS/MOS Integrated cirecuits, 1975

/4/ Blektromska Industrija NIS=Fabr Eoluprovedn;kag CO8/M0S Integrated Circuits, April 1981
/5/ Elektromske Industrija, Semiconductors Summery 1985

/6/ 8GS ATES Shortform Semiconductor Products 1979/80

< /7/ 868 ATES Shortform Semiconductor Products and Systems 1984
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/9/ CMOS Integrated circuits Nationmal 1975 ‘
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/24/ CMOS, B=Series, Integrated circuits, Solid State Belentific Imc. 197F
/25/ %08 Toshiba, 1978; Katalog

/26/ RCA COB/MOS Integrated Circults 9=80
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s sle
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2/87 (11)

Mit der E.uzi‘uhrung Jmmer leistungsféhigerer Mikroprozessorsysteme wichst der Bedarf an
Speicherkapazitét sehr stark an.

Von den Le:.stungsmerkmalen der eingesetzten Halblemterspeicher Wird masgebl:;ch die Systemm
leistung bestimmi. A

Halbleiterspeicher sind die Wegbere:c,ter fur neue Technologien und zugleich, Gra&messer fiir
ihre Beherrschung.

In der vé.rliegenden Vergleichsliste sind zum Sortiment der Halbleiterspeicher des VEB Kombi-
nat Mikroelektronik und susgewihlter UdsSR-Importe vergleichbare Typen des internationslen
Sortiments mit Aquivalenzangeben zusammengestelli. Das Speieherangebo‘b’ uwnfelt stetische REM
bis 16 XK sowie dynemische RAM, ROM und EPROM bis 64 K.



m%1 X x 1 fm{ U 215 D ‘_um—i 2115 A=2, Inbel

4

mik

1§--EU215§1 fmm{ -

—1 5

1

T

225 D

|—— 2125 4~2, Intel

mmg*:zi

pey

U225 5 1 J”’”"’”"””l a——

E

UL 6516 DG 15

HII 6516=8, Herris

1TKx 4 |]—JU 2148 C 70 2148 H, Intel
U 2148 D 70 '
: 1 Kx 4 L.lU 2148 ¢ 55 2148 H=3, Intel Ty = 55 08 |
< U 2148 D 55 ’ ACC
=
@ .
S 1 K x 4 | U214 D 20 | 2114=2, Tntel b1 %, 5= 200 ns !
= e TR x4 LU 214 D 30 et 2114=3, Intel }_mm,,__,,' y00= 300 ns |
3 -
Tk = 4 |0 214D 4 memﬂ 2174 , Intel , ‘}wmwmmum_4 tioo= 450 1 |
S - BEFET US 224 D 20 %HH 6514 B8, Herwis [ [T ;= 200 18 |
& ' VL 224 D 20 -
) - _
‘%’f 1K=z 4 [m{ UL 224 D 30 HE 6514=5, Harris ; t, og= 300 ns [
(@) Em.! 2Kzx8 %mgUL 6516 DG 25!,,,_,‘! Hi 6516-5, Harris ifmm_,mm‘ t4a0" 250 ns j
2Xx8 ] _JU 6516 DG 15

“pge= 190 ns

'm% 6% % f}mﬁ U 256 D

}.m_{m ‘

4116=3, Hostek

mi641<x1'

U 2164 C 20

J 12964 4 20, Intel .
U 2164 ¢ 20/1‘ { oA e

m% 64 K x 1H U 2164-C 25 ;m,,,,;{emz; A 25, Intel

,mm% ZSGXBHU

552 C

[_,,.__{ 1702, Intel

E M’

1 K
{

1
S

X

SHU

555 C

Iv-c—FZ?OB s Intel

gmm—-—-{ b, 0g= 450 15 |

B

Bf_mlU

2716 € 45

f___12716, Intel

[,.,,__.,___‘ t,qo= 450 ns ’

K

XSHU

’ l____,f2716w2, Intel

2716 C 39

mm;zx

x

SHU

5716 G 35

i.m—-_P716~=1 ., Intel

4 X

M

SImmJLU

2732 G 45

]m—gnz, Intel

;mmgér

{7

2732 C 39

b—1 2732-4, 1nte1

SHU

f—f2732-3, Intel

2732 C 35

}‘“"’"’mltACG:‘ 350 ns |
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Uversicht statische und d*mamisch,e RAM der UASSR

Vergleichsliste Speicher

(Die mit & gekennzelichneten Schelikreise werden. zur Zeii aus der UASSR importiert)

&

= LS F~{16x4 =~ K531 RO 9 & | = Tice= oo ms |
— 16 x 4 — K155 RU2 & H SN 7489 W, 71 ]“"“'{ T, o= 00 ns }
-@ oo, {256 x 1 j— K 155 RBU 5 & |'F 93470, Fairchild 1 Tioe= 90 ns !
Rei T KX 1 ket K155 RU T o H'F 93425 APC, Faa.rch:.ldH Tioe= 4o ne !
é?é TR E T | K185 [0S |- T 5508 OB | Thges 390 85|
121H1 Ex 4 |—{ KR 54T RU 2 %«LSH T4 8 401, T1 ] ‘L'_Acc= 720 ns |
g .{ 16 x 4 Jlmmi K 506 RU 745 H_MC 10745, Totorola J_ml t,0c® 10 .18 §
ey 64 % T pf K 500 RU 148 [-{HEC 0748, Wotorola el %,cc= 15 B |
ECL 4256 x 1 }am% K 500 RU 4710 H F95470, Fairchild - f’m"'i Tioc= 20 nd !
SIEEN ;.m{ K 500 RU 4715 H ¥ 05475, Fairchild Jmm,{ fACC": 30 ns }
HIKx 1 ] K500 RUZ70 | J—{ Tage= 35 B8 ]
—— pSeT{25¢ = 1 |} K 505 &0 4 H = Thgo 7000 18 ]
- 11 Kz 1 |__| KR 565 RU 2 4,B] [ 27102, Intel | Amtmc= 700 ns
. . B-ntACC: 800 ns
~ S5
%1 K= KR 32 RU S LT 27125, Tatel
WHOS )
a TR ST RIS RUT LB (205, T IRTeT Z~%, o= 55 ns
= 1 ‘ & 1 _®-Ficcs 85 ns
ﬁ% _%4 Kx 1 | | ®i132R05 &,8] | 2147, Intel | A=t 5= 85 s
@ % B B”JV.A,CC= 120 ns
256 % 1 % 561 HU 24,5 €D 4067 &, RCA i=% = 600 ns
i . Shes —  3-+4%C2 1000
i & ACCT n
crﬁos_ﬁ Kx 1 —{ KR53TRU T& Hof — T Fages J00 mE ]
1 wiar =71 KR 537 RUZ2K,E T e504=57 HitachT ‘ A=T o= 300 18
. L& Bt ce= 430 ns
[TRx1 [TREBITRUIE;ET] [(HIT G504=5, HitachT Aet_&cc: 250 nE
=t e 160 ns
4 K-x 1 K 505 RU 1 A,B 2707, Intel A”:tﬁ.GC: 200 ns
2 — - Lo RCY™ 400 ns
& B~tyagp= 300 ns
) Thoys 590 ns
6 R % 1 K565 RU 3 4,6 WX 4116, lostek A=ty = 510 ns
. tRA(}: 300 ns
o i e H — G=tgy = 370 ns
h- © — ‘ Y Veh 200 ns
O bt 16 K x 1 X 565 RU 6 B,W,q 12118, Intel B=tqy = 230 ns
by © N : tRue= 120 ns
il ] | & L] . “"""”toz = 280 ns
tRACS 150 ns
G«ath = 360 ng
6 toy = 200 ns
% 64 K x 1 K 565 RU 5 B,W,G-[2164, Intel B-tqy = 230 ns
. D Epyc= 120 ns
W=t = 280 ns
2 . Lo —— tRACE 150 ns
GthY = 360 ns
tRA,C= 200 ns
D-tpy = 460 ns




nierbare ROM der UASSR

@
=
@®
£

rogrammier

@ ;56 x 8 || KR 558 RR 1 BOPAL=6000 byoe= 5 s
: £ |
E £ 9
® X ‘@
£} == 73]
@ @ v
>4 LR
—1 8 &
w32
£
x o 5
L £ =
o 2 o
22 @ ‘.g
E E
® 1K x8 K 573 RF 1 2708, Intel 1% ,00= 450 ns
g ACC
7]
£, ©
5 % B 2Xx8 | K573 RF2 2716, Intel 00" 450 ns
B . B -
g = e .
e 2 g 2Kz 8 w{ K 573 RF 5 2716, Intel t,00= 450 us
e 3 O ‘ , i
X o § : v :
o £ -2 8Kx8 |_|X573RF 4 2764, Intel Tyoo= 450 ns
@ e Q N e -
2 0 9
€ E |
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Erlduterung der

Bemerkungen: 1

@

20

39

4

Ausginge:

D3BS:

5.

s

0D

5 . Vergleichsliste Speicher

verwendeten Abklrzungen:

Angabe entstammt einer Ubersichtsinformation, Data, Vergleichsliste oder ghnlichen
Unterlagen. Die Angaben konnten nicht. an Orb¢nalunuerlagen tiberprift werden!

Bauelement befindet sich zur Zeit noch im Angebot des Herstellers. Diege Angabe
gtiitzt ‘sich auf aktuelle Unterlagen oder der Data 86,

Die angegebemen ingaben und die Pinkompatibilitsi ! kounten an Orginalunterlagen
Ubexrpriift werden. Weltergehende Betrachtungen wurden nicht durchgefilhrt.

An Qrginalunterlagen konnte fesigestellt werden, dall das angegebene Bauelement
nicht plnkompaulbel zum ME oder SU=Importtyp ist.

Bauelement ist pinkompetibel, hat sher 1m Vergleich zum MME- od = i
hareBloton. ? & oder ZMD-Typ kein

- tristate Ausgénge'

- QOpen Drain Ausginge

batenblattsammlung elektronische Bauelemente

Herausgebers VEB Applikationszentrum plehtronlh Berlin

Statigche RAM

Abte AV
Hainzer StraBe 25
Berlin '

1035

Organi= Zu~ Tech= Aus~ An~ Versor- 2yp Herstellexr Ver= " Bemer=
gation griffs- nolo- ginge schliisse gungs=— Offent= kungen
zelt gie spannung lichung
1024 x 1 450 ns HNMOS IS 16 5V X 56§,RU 2 Blorg/U4aSSR DBS 1/86 2; 3
‘ U202 D MME/DDR o 2; 3
2102 A=4 Intel 23 1
WHB 2102/2 €S8R 2; 3
CHM 8102 BP Bulgarien 2: 3
HCY 7102 Polen 2; 1
2102 PC Ungarn 25 1
LB 21024 Ruminien T2 03
5-G 2102=4 China 2; 3
2102 ® Fairchild 2: 3
2102 FM Fairchild 15 2
2102 LF Fairchild 2; 3
2102 LFM Fairchild 2; 3
21 L, 02 F Fairchild 2; 3
27T L 02 H Fairchild 25 3
. H 2102 A~4 3GS 1 2
I 2102 ALl=4 - 5GS g 2
91 L 02 B AMD 1
91 L 02 BH A¥D 1
9102 B AMD 1
9162 BM AND 1



Organi~ Zu- Tech= Aug~ An= Versor- DIyp Hersteller Vere Bemer-
sation griffs~ nolo= ginge schlilsse gungs- Offent- kungen
zelt gie spannung : , lichung

MCM 6508=40 . Hotorols 1
21021 Hational

M 2702 A=4 - Netional

HM 2102 A=4 L ‘Wational

fuPD 2102 AL-4 WEC Mikro

T 37 3=4 » Toghiba

2102 A~4 Valvo, Signetics

2102 AL=4 Valvo, Signeticsg

M5 L 2102 AP=4 . ditsubighi

K5 L 2102 5«4 Hitsubishi

S¥P 2102 A-4 - Sypertelk

SYC 2102 A~4 Synertek

CTHS 4033/2102-1 JL 9L
THS 4033/2102=-1 WL T1

2102~1 ignetics/Phillips

’ 2102 AL Signetics/Phillips
21 F 02 Signetics/Phillips
CoP 1821 RCA/Solid State

1024 x 1 95 ns  HOS  OD 16 5V U 2152 D3Y 2/86 2; 3
2115 A Intel .3
2115 4C-2 © Intel ;3
2115 Synertek : 2
2115 Signetics/FPhillips ‘
2115 L Signetics/Phillips

R DBS 2/86
D38 1/86
0BS 2786

1024 x 1 140 ns KHOS
1024 = 1 85 ns NMOS
95 ns 1225 D

©
tw}

"
o
AT AN
-
c
P
L

-t U
| oY

]
a3
—t
o

R T T A T U N e O T N R e O L O O O U Tt I O S B T R VAV R VS

Wl e WwWw

1024 = 1 70 ns IMOS I8 16 - 5V 2125 4- Intel 2
2125 AL=2 Iniel 2s
MCM 2125 A=70 Motorola 1
MO 21 L 25 4=TO Hotoxrola 1
2125 Signetics 3
2125 L Signetics 3
1024 = 1 55 ns ] 76 5V KR 132 RU 4 4 Blorg DRS 1/86 2; 3
1024 x 1 45 ns T8 16 5V 2125 4 Intel 2; 3
) 2125 AL Kokt 2: 3
MOM 2125 &=45 1
127 L 25 A=45 1
§ 2125 He3 i
1024 x 1 140 ns WHOS 18 16 5V 025 D1 DRS 2/86 25 3
4096 x 1 85 ns NMOS TS 18 5V Kl 132 RU 5 & DBS 1/86 2;°3
4096 x 1 120 ns FMOS 98 18 5V K132 RU5 B DBS 1/86 25 3
4096 x 1 70 ne IMOS T8 18 5V 2147 & 2: 3
o 2147 AL Intel 1 2
2147 H Intel 2; 3
2947 HL Intel 13 2
AN 2147=T70 AMD 1y 2
A 2147-70 ¥ AMD 1; 2
A1 21 T 47-70 M AMD 1; 2
2147 Intersil 1; 2
INT 27147=70 IPE 1; 2
ML 2147 Wational 2; 3
MM 2147 L National 2: 3



2‘/87 (11) ' 7 Vergleichs;iste Speicher

Orgeni~ Zu= Teche="Aus= An= Versor= ‘Iyp ‘Hersteller - Vare Bemer~
sation griffs~ nolo= ginge schlilsse gungs= . Gffent= kungen
zelid gie - gpannung lichung
EIL 2147 Thomson CSP 1 2
Ui 2147 L Uue ) 1; 2
SYC 2147 Synexriek 2; 3
SYC 2147 L Synertelk 2: 3
ju_?D 21472 HEC 2: 3
K 2147=70 Hostek 3
T 315D Tcshiba 2; 3
1024 x 4 55 ns HHOS U5 18 5V U 2148 C 55 ZND 2: 3
U 2148 D 55 ZND 2; 3
2148 H-3 Intel 2; 3
2148 Hi=3 . Intel 2; 3
2149 =3 Intel 25 3
AN 2748-55 H AKD 2 1
LEL 2148=55 AUD 2 1
- Al 2148-55 LMD 2 1
A 214955 AD 2 4
A 214955 ¥ - AKD 2; 1
A 21 L 48~55 ARTD 2y 1
A 21 L 49-55 AND 2: 1
AAPD 2149 ik 2; 3
* ' uPD 214955 KEC 2; 3
Ui 2148-1 UG -
Uil 2148 I Ui -
Ui 27149=1 Une 2 7
Jil 2149 Let i) 2 1
¥ational 23 3
Hetional 2; 3
Synervek 1
Hitachi 1
¥otorels 1
liotorols 1
Syneriek 1
OKI d
1024 x 4 70 ns HHOS I8 18 5 ¥ 1) ZMD 2; 3
u ZND 2; 3
2148 H Intel 2: 3
2948 HL Intel 2; 1
2149 H Intel 23 1
2149 HL Intel 2: 3
M 2148 H Intel 23 3
NHC 2148 H Wational 2 3
BT 2148 Thomson CSF 2 1
Ui 2148 UM 2 1
UK 2148 4 UHC 25 1
i UM 2149 UHC 2; 1
' Tl 2149 L viHe ' 27 1
A 2148-70 AWD 25 1
A 2148-70 | AD 25 1
A 2149<70 AND 23 1
AR 2149=T0 I AND 23 1
AL 21 & 4870 AKD 23 1
A 21 L 4970 AND 25 1
CHM 2148 L=6 Hitachi 1
SY 2149 Synertek 1
LICM 2148~70 HMotorola 1



Organi= Zu= Tech= Aus-~ An~ Versor- Lyp Hersteller Ver= Bemer=
gation griffs—- nolo- génge schlilgse gungs- ’ Offent- kungen
. zeit gie spannung ’lichung

MCH 2149=70 Motorola 1
S% 2148 Synertek 17
MK 2148 Mostek 1
HMSL 2148 OKI 1
1024 % 4 200 ns IMOS @8 18 57 U 214 D 20 HME DBS 1/84 2; 3
MMN 2114-2 HRuminien 23 3
2114=2 Fairchild 23 1
Gl 8114 . Bulgarien 2: 3
2114 Li=2 Fairchild 25 1
5 G 2114=2 China 2: 3
AN 9114 B - AMD 2; 3
5 G 2114=2 L China 25 3
" i A 9114 BM AMD 2; 1
Al 9114 BPC LHD 2: 3
A 91 L 14 E ATD 2: 1
21142 Intel 2; 3
2114 L 2 Intel 2; 3
HCH 2114-20 Motorola 25 3
MO 21 L T4=2Q otorolia 23 1
LH 2114=L 2 Slarp 25 1
UK 2114 AL ° UliC 235 1
JUBD 2114 L3 HEC 2: 3
L 314 APL=1 Toshiba 2; 3
P 314 AP=1 Toshiba 2; 3
S¥C 2114 Lv=-2 Syneriek 3
. SYP 2114 LV=2 Synertek 3
HE 472114 A=2 Hitachi ; 2; 3
2614=20 T Valvo, Signetics 3
2614=20 W Velvo, Signetics 3
K5 1L 2114 LP=2 Miteubishi 3: 2
M5 L 2114 LS=2 Hitsubighi 3; 2
2114 L=2 ORI 25 3
THS 4045-20 7T 3
THS 40L 45=20 e 3
- WK 4114=3 Hostek 1
B 8114 EL Pujitsu 1
1024 z 4_300 ns WHWOS 1S 18 5V U 214 D 30 MHE DBS 1/84 25 3 -
' MM 2114=3 Rum8nien 23 3
2114=3 Pairchild 15 2
21143 Intel 2; 3
2114=3"M - Fairchild 1; 2.
MCH 2114=30 Hotorola 23 3
MCH 21 L 14=30 Hovorola 1 2
AM 9114 C AMD 2: 3
AM 9114 CH AN 2; 3
AM 9124 C AND 2; 3
Al 9124 CH AND 2: 3
A 91 L 14 C ALD 2s 3
AM 91 L 14 CM - AD 25 3
A1 91 L 24 C AND 2y 3
A¥ 91 L 24 CH LMD . 2: 3
Hi=472114=3 Hitachi 23 3
SYP 2114 LV=3 Synertek 3
3

S¥C 2114 1V=3

Synertek .



2/87 (11) 9 Vergleichsliste Speicher .
Organi~ Zu= .. Téch~ Aus~ An- . Versor- Typ Hergteller Ver= Bemer-
sation  griffg= nolo= ginge mchllisse gungs= Offent~ kungen
zelt- gie spannung lichung .
- 2614=251 Valvo, Signetics 3; 2
2614=25 F Valvo, Signetics "3 2
2614=25 N Valvo, Signetics 3502
M5 L 2114 LP=3 Witsubishi - -3 2
U505 2114 LS-3  Mitsubishi - 3 2
JUPD 2114 L1 HEQ 3 2
MSM 2114 Lﬂ@ OKX 2: 3
THS 40 L 45=25 - 2T 3
THS 40 L 45=30 TI 3
TS 4045=25 0T 3
THS 404530 T 3
TMM 314 AP-3 --Toghiba 2; 3
TH 314 APL=3 Toshiba 2.3
MK 4114=5 Kostek 1
¥B 8114 WL Pujiteu 1
1024 x 4 450 ns HWOS T8 18 57 U 214 D 45 I DB 1/84 2; 3
‘ ' M 2114 . Ruminien 2; 3
2114 Fairehild 25 1
5 .G 2114=4 _ China 2; 3
2114 L Fairchild 25 1
5 G 2114~4 L - China 2; 3
2114 3 Pgirchild 2: 1
2114 Intel 23 3
HCH 211445 " Hotoxéla 25 1
HMCH 21 L 14=45 Motorola 23 1
B AN 9114 B AVD 23 3
AM 9114 BN AVD 2; 3
AWM 9124 B AND 2: 3
AN 9124 B AMD 2; 3
AM 91 L 14 B AMD ‘ 2;3[
AM 91 4L 14 BM ALD 2 3
Al 91 L 24 B AMD 2; 3
. Al 91 L 24 B AMD 2; 3
HM 4721144 Hitachi % 2
S¥C 2114 LV Synertek 3
SYP 2114 LV Synertek 3
© 2614=45 T Valvo, Signetics 2; 3
2614=45 F * Valvo, Signetics - 2: 3
2614=45 1 Valvo,  Signetics 2: 3
M5 L2114 IP fitsubishi 2
) H5 L2114 L8 Mitsubishdi 2 .
JUED 2114 L TG 2; 3
MSH 2114 L OKI 2: 3
TS 40 L 45=45 I 3
THS 4045=45 I 3
THM 314 AP Toghiba 253
T 314 APL Toshiba 2: 3
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EPROM
Orgénim = Art Auge An= Versor-  Typ _ Hersteller Ver= Bemexr=
sation = griffs=" ’ ghnge schlliisse gungs= Sffent- kungen
zZeli’ gpannung lichung
1024 % 8 450 ns  UV=
18sch- i
bar 3 24 5 V/26 VK 573 RF 1 ELORG DBS 1/86 23 3
26 V U 555 ¢ DR 2; 3
26 V 1 2708 Wational 3 -
26 V MSH 2708 4S8 ORI - i 25 3
2708 AND 1
26V HI 462708 Hitachi 3
T AM 9708 AVD 1
= P 2708 Fgirchild 3
F 68708 Pairchild 1
26 ¥V M 2708 Intel 1
26V 2708 Intel 3
260 VM 5 L 2708 8 Mitsubishi 24 3
26 V 1 58732 § Mitsubishi 2; 3
HCH 2708 Motorola 3
MO 27 A OB L Hotorola 3
MCM 68708 M lotorola 1
JCK 68708 ~ Hotoxrola 1
IHS 8708 National 1
2708 Signetic . 3
N 2708 Panasgonic 1
TMS 27 L 08 T 3
TS 2708 I 3
TMIL 322 Toshiba 3
MK 2708 lostek 1
B 8518 Fujitsu 1
2048 x 8 450 ns  UV=-
1losch~ :
bar IS 24 5 V/25 VK 573 RP 2 ELORG DBS 1/86 23 3
25 VK 573 RP 5 BELORG " DBS 1/86 25 3
25 V U 2716 C 45 MME DBS 1/85 25 3
25 V 2716 Intel 23 3
25 Vi 2716 Intel 23 3
25 V 1l 2716 lational 2; 3
25 V M{ 2716 E National 2: 3
25 V WG 27 C 16 Wational 23 3
25 V MM 2716 M Hetional 233
25 YV MSH 2716 AS OKI 233
THS 2516-45 - II 2; 3
BT 2716 Thomson CSF [
25 V All 2716 AVD s 3
25V /uPD 2716 IEC 2; 3
25 ¥V SYC 2716 Syneriek : 3
F 2716 Fairchild 2; 1
F 68716 Fairchild 2 1
MB 8516 Pujitsu 1
25 V HI 462716 Hitachi 2: 3
25 V HH 462716 G Hitachi 2; 3
MBH 2716 Fujitsu 1
25 VM 5 L 2716 K Mitsubighi 2 3
25 V MKB- 2716 Mostek 2; 3
.25 V MK 2716=8 HMogtek 2: 3
| MO 2716 AL Motorola 2; 3



Vergleichsliste Speicher

2/87 (11) 11
Organi~ Zu- ATt Aus= An= Versor- Iyp Hersteller Ver- Bemer=
- sation griffs- zénge schliisse gungs- o Offent= kungen
zelt spannung lichung
2048 x 8 390 ng UV=
losche
bar s 24 5 V/25 vV U 2716 € 39 IE DBS 1/85 23 3
25 ¥ HN 4627162 Hitachi 23 3
25 V 2716=2 tel 2: 3
25 V MM 2716=2 National 2; 3
25 V MK 2716=7 , Hostek 2; 3
NMG 27 G 162 Hational 2; 1
. 25 ¥V S¥C 2716=2 Syuertek 2: 3
2048 x 8 350 ns UV= '
18sch= )
bar s 24 5 V/25 vV U 2716 C 35 i DBS 1/85 25 3
25 ¥ 2716=1 Intel : 25 3
25 V 1 2716=1 Hational = 2; 3
T3 2516=35 jin 2y 3
BT 2716=1 Thomson C3SPF 23 1
' P 2716=1 Fairchild 2; 1
MBH 2716 H Fujitsu 2: 1
HE 6716=2 Harris S 2¢ 7
HE 6716=9 Harris 2: 1
25 V I 2716=6 Nostek 2: 3
UCH 2716=35 Motorola T2
KOM 27 L 16=35 Hotorola 2; 1
MM 2716=1 Kational 23 1
HHMC 27 C 16=1 National 23 1
25 V SYC 2716=1 Synertek 2; 3
THS 2516=35 s 23 1
M.2716 1 3GS ATES 25 1
T 323 D=1 Toshiba 2¢ 1
25 VM 5L 2716 K Mitsubishi 2; 3
4096 z 8 450 ns UV=
16sche~
bar . I8 24 5 V/25 V U 2732 € 45 VB DBS 2/87 2; 3
AN 2732 A=45 M AMD 23 1
25 ¥ HI 462732 Hitachi 2; 3
21 V 2732 A=4 Intel 23 3
25 V BT 2732 Burotechnic 2: 3
WHC 27 C 32=45 National 23 1
25 V HMC 2732 National 2:.3
MB 8532 Fujitsu 1
THS 2732-45 I 25 1
R 2732 Fairchild 25 1
MBH 2732=45 Fujitsu 23 3
M55 2732 K WMitsubishi 2; 3
/UED 2732 WEBC Mikro 2; 3
MSHM 2732 OKI 2: 1
25 V 1 2732 Toshiba 2 3
Ul 2732=5 Universal 2; 1
HN 462532 Hitachi 2: 4
M 2532 568 H
THS 2532~45 I t 4
THS 25 L 32 7T 23 4
MCH 2532 Motorela 23.4
B RMC 2532 National 25 4
’ UM~ 2532=5 Universal 2; 4
2732 Intel 2: 3
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Organi- Zu= Art Avg= Ane Versor~ Typ Hersteller Vere Bemer=
sation griffg- génge schliisse gungs=. : Gffent= kungeéen
zeit spannung - lichung
4096 x 8 390 ns - UV=
‘ 18sch= ) .
bar T3 24 5 V/25°V U _2732.C 39 HME DBS 2/87 25 3
25 V- 2732~4 tel 2s 3
A1 27321 AND 1; 2
MBH 273235 Fujitsu 2; 3
. MCM 2532=35 lotorola 2; 4
THS 2532-35 7T ~23 4
Ul 2532 Universal 2; 4
U 2732 Universal i1y 2
; 25 V TIM 2732 D Toghiba 2: 3
25 ¥V BT 27323 Burotechnic 25 3
4096 x 8 350 ns UV= ’
losch= : ’ ) ]
bar 8 24 5.¥/25 VU1 2732 C 35 HME DBS 2/8T7 25 3
HEC 27 € 32=35" Hational 23 1
21 V 2732 A=30 Intel 23 3
25 V 27323 Intel 2: 3
ALT 2732-1 AND 132
MBI 2732=35 Pujitsu 233
UM 2732 Universal 13 2
25 V TMM 2732 D Toshiba 2: 3
25 V BT 2732=3 Burotechnic 2 3
b 1. 2532«1 3GS 23 4
THS 2532-35 T 25 4
MCH 2532-35 Hotorola 23 4
THS 2532=35 TL 2: 4
UK 2532 h Undversal . 23 4
8192 x 8 450 ng UV= )
lUsche
bar TS 28 5 ¥/ /
21,5 ¥V K 573 RF 4 B BLORG, UdSSRH DBS 2/87 23 1
AT 2764 h=d AND T 231
AL 2764 A=45" 1 45D 25 1
21V 2764-4 Intel 2¢ 3
21 V 2764=45 Intel 2: 3
/;U.FD 27644 HEC 2; 1
NSM 2764 4 CKI 2: 3
2764=45 SEEQ 23 1
5133=450 SEEQ 251
W 2764=45 SEEQ . 25 1
M 2764=4 868 2: 1
THS 2764~45 I 23 1
TS 2564-50 T 21 4
BT 2764=4 Thomson CSF 2: 1
21 V HN 482764 G=4 Hitachi 2: 3
8192 x 8 300 ns UV=
losche=
bar TS 28 5v/
21,5 V K L A ELORG, UdSSR 2; 3-
Al 2764 A=3 AMD 25 1
Al 2764 A=30 AMD 2; 1
- B 2764=30 Pojitsu 2; 3
MBM 2764=30 X Fujitsu 2 1
21 V 2764=3 el 2: 3
21 V 2764=30 Intel 2: 3




Vergleichsliste Speicher

2/87 (11) 13
rd
-Organin pAT S Art Aug= Ane Versor- Typ Hersteller Vere Bemer=
sation  griffe- génge schliisse gungs- Gffent= kungen
zelt spannmung lichung
/u'.PD 2764=3 BEC 2:-3
2764=3 SEEQ 25 1
2764=30 SEEQ 2: 1
5133=300 SEEQ . 25 1
ET 2764<3 Thomson GSF 23 1
21 .V HN 482764/G=3 Hitachd 23 3
21 VH 5 L 2764 K=3 Mitsubishi 2:.3
THM 2764 D Toghiba 2: 3
MM 2764 DI Tosghiba 2; 3
PROM
Organi- Zu= Art Aus- An- Vergsor- Typ Hersteller Ver— Bemerkungen
sation  griffg- giinge schlilsse gungs= Sffente
zedlt spannung lichung
2048 x 8 450 ns her~ ‘
i steller=
programuiert 8 24 5V U 2616 D 45 MME DBS 1/85 2; 3
2048 x 8 390 ns her- :
steller= “
programmiert IS 24 5%V U 2616 D 3% ME DBS 1/85 2; 3
ROM
Organi- Zu= Art Aus= An- “ Versor= Typ Hersteller Ver~ Bemer=
sation griffse— ginge schllisse gungs- ' Offent- kungen
zelt spannung lichung
8192 x 8 450 ns masken=
programmiert TS 28 5V U 2364 D 45 B DBS 1/85 25 3
I 2364 A Intel 3
8192 x 8 300 ns masken-
programmiert TS 28 5V U 2364 D 30 MME DBS 1/85 23 3
I 2364 A - Intel 3
8192 x 8 300 ns masken=
i programmiert TS 28 5%V U 2365 D 30 MR .DBS.1/85 2; 3
8192 x 8 450 ns maskens=
T3 28 5V U 2365 D 45 _MUB DBS 1/85 23 3

programulert
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Statische RAM CMOS

Organi- Zu- Tech= Aug- An=- Versor= - Typ . Hersteller Ver= Bemer=

sation griffs- nolo- ginge schlilgse gungs= . Offent= lJungen
zeit gile spannung lichung
256 x 1 950 ns CHOS 18 16 6 - 12 VX561 RU 2 & ELORG DBS 2/87 23 3
' ) CD 4061 A REA 3
1024 % 1 300 ng CMOS 48 16 5V XM 537 RU 1 BLORG DBS.1/86 23 3
: KR 537 RU 1 ELORG ‘ DBS 1/86. 23 3.
4096 x 1 300 ns . CMOS 75 18 5V .. ER 537 RU 24 BLORG DBS 2/8T 25 3
: i 6504=5 ' Hitachi - 2: 1
HH 6504-8 Titachi 21
HEL 6504=9 Hitachi 23 1
Hi 6504 'C=9 °  Hitachi 2:°1
HUC 6504=5 : Hational 2; 3
MSH 51043 OKI - 2;: 3
CMM 5104/1 RZ RCA 2: 1
20 5504 4P=3 Toshiba 25 3
IC 5504 Pi~3 Toghiba 2: 1
¢ 5504 P Toshiba 3; 2
. . 6 5504 AD=3 - Toghiba : , 2; 3
1024 x 4 200 ns (MOS T8 18 57 UsS 224 D 20 HWF D38 1/84 25 3
) VL 224 D 20 HWE D35 1/84 25 3
HM 6514 B=8 Harris 2; 3
Hil 6514 B=9 Harris 3
MSH 5114=2 KT . 2; 3; 5
S 51143 RCA 23 17
LH 2114 AL-20 Sharp 2; 1
SCH 2114 AL-4 358 A 225 1
SCH 21 C 14=4 888 25 1
¢ 5513 A=-20 Poshiba 2; 1
TC 5514 4D ’ Toghiba - 23 33 5
°C 5514 AR Toshdba 25 33 5
/UJ?D 444765143 NEC 2; 3
1024 x 4 300 ns CHOS 18 18 5V UL 224 D 30 HWE ) DBS 1/84 23 3
' B 65145 Harris 2; 3
HM 65149 Harris 25 3
HE 6514 C=0 Harris 2:; 3
MSHM 5114=3 OKI 2; 3; 5
CMM 5114/1 RZ RCA 23 1
S 5114=1 RCA 23 1
TC 5514 4=3 Toshiba 23 1
TG 5514 AL=3 Toshiba 25 4
WHC 65149 National 25 3
WMC 65142 National 2; 3
HM 4334/P=3 Hitachi 2; 3
HM 4334 P=3 L. Hitachi 25 3
JUED 444/6514-1 HEC 2: 3
2048 x 8 250 ns CHOS TS 24 5V UL 6516 DG 25 7¥D 25 3
o 6516=5 Harris 2: 3
B 8416-25 W . Fujitsu 2: 3
MK 48 Z 02=25 Hosgtek 1 3
MER 6116=84 Hostek 2; 1
$ 1

HKB 6116 L=B4 Hostek



2/87 (11) 15 Vergleichsliste Speicher
Oxganie Zu- Tech= Ausge An= Versor= Typ Hersteller Ver- Bemer=
sation  griffs- nolo~ ginge schlilsse gungs- Offent= kungen
zelt gie spannung lichung -
/uPD 446 WEC 2; 33 5
/uPD 447 HEC 2; 4
/uPD 449=1 NBC 25 4
/uPD 449 G=49 NEC 2; 4
S 5126=25 OKI 2¢ 1
MS8H 5128-20 QKT . 25 33 5
CDM 6116 4=9 RCA 2: 1
SRM 2016 C=25 S-}08 2 33 5
SRM 2017 C=25 S=MOS 2: 4
SRy 2018 C-25 S=K08S s 4
T¢ 5516 A Toshiba 2; 4
TC¢ 5516 AL Toshiba 2;: 4
TC 5517 A Toshibs 2: 1
TG 5517 B=25 Toshiba 25 1
- TC 5517 BL=25 Toghiba 23 1
T¢ 5518 B~=25 Toshiba 2; 1
TC 5518 BL=25 Toghiba 2¢ 1
MB 8417 Pujitsu 23 1
KB 8418 Fujitsu 2s 1
HIl 6116=4 Hitachi 2y 31 5
Hi 6116=25 Hitachi 2: 31 5
81 € 28200 Intel 23 1
81 C 28 L=200 Intel 2s 1
HSH 5129=20 OKI 2: 1
Hil 6117=4 HitacHi 2; 4
2048 x 8 150 ns CMOS 1S 24 5V U 6516 DG 15° ZMD 2: 3
UL 6516 DG 15 ZMD 23 3
HM 6516<8 Harris 25 3
' HI 65169 Harris 25 3
B 8416 A=15 Fujitsu 25 33 5
1B 8416 A=15 L Pujitsu ;1
MB 8417 A=15 PFujitsu 2; 1
¥B 8417 A=15 L Pujitsu 2; 1
MB 8418 A-15 Pujitsu 23 1
MB 8418 4-15 L Fujitsu 25 1
Hf 6116=3 Hitachi 2; 3; 5
HL 6116=15 Hitachi 2y 33 5
IDT 6116 L=150 e 23 3 5
IDT 6116 L=150 B IDT 2; 33 5
IDT 6116 S=150 Ipt 2: 31 5
IDT 6116 §=150 B IDT 2; 31 5
MK 48 202=15 Mostek 23 33 5
MKB 4817=-82 Hostek 2; 1
HKB 4817-83 Mogtek 2; 1
MKB 4817=84 Hostek 23 1
VKB 6116=82 Mogtek ¢ 1
¥KB 6116 L=82 Hostek 23 1
/uPD 4463 NEC 23 35 5
/u.'ED 449=3 NEC 25 4
MSH 5129-15 ORI 2; 1
HSK 5128-15 OKL 2; 33 5
CDH 6116 4=3 RCA 23 1
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Herstell’ér

Orgeni= Zu= Tech~ Aus~ Versor- Typ Vex= Bemer—
sation .. griffs- nolo= ginge schlilsse gungs- gffent- kungen
zeit lichung
CDH 6117 4=3 RCA 23 1
CDM 6118 A=3 RCA 25 1
SRM 2016 C=15 S=40S 2; 3; 5
SRM 2017 C=15 S=M0S 2; 4
‘ SRM 2018 C=15 S=H0S 2; 4
KM 6816=15 Semsung 23 1
ILH 5116=15 Sharp 23 1
LH 5117=15 Sharp 23 1
LH 5118=15 Sharp 2: 1 -
SOH 6116=3 S88 23 1
SCM. 6116 Le=3 888 2% 1
HII 6516 C=8 Harris 2: 3
Hi 6516 B-8 Harris 2: 3
HM 6516 B=9 Harris 2; 3
HY 6116=12 Hyundai 2 1
! HY 6116 L=12 Hyundai 2: 1
MA 6116 S0S CTL 23 4
HM 6117=3 Hitachi 2; 4
Dynemische RAM
Organi- Zu= Tech~ Aus= Typ Hersteller Ver- Bemer-
gsation griffs~ nolo- ginge schliisse Offent- kungen
zeitb lichung
4096 x 1 200 ns NMOS T8 S :
' K 565 BU 14 BLORG, U4SSR DBS 1/86 25 3
2107 C=2 Intel 3
90 L 60 B AMD 1
M 5280 National 3
uPD 411 A=2 WEG Mikxo 3
/hl’D 411e=2 HEC HMikro 3
T 414 Teshiba 1
THS - 4060=2 TI 3
2680 Signetice, Phillips 3
16384%1 200 ns .
K 565 RU 3 G ELORG DBS 1/86 25 3
U 2§6 D MAE 2;: 3
MK 4116=3 Mostek 2: 3
U 116 PC Ungarn 23 1
MU 4116=3 Ruménien 2; 3
M 5K 4716 P=3 Miteubishi 2;)&3
2690=2 Signetits 25 3
HH 4716 A-3 Hitachi 2; 3
MSM 3716=3 AS/RS 0K 2: 3
TS 4116=15 TI 2: 3
MCH 4116=20 Motorola - 2; 3
MCM 4116 C=3 Motorola 1
JUED 41 6=2 HEC Mikro 2; 3
THE 416=3 Teshiba 4 2; 3
MB 8116 B Pujitau 23



2/87 (11) ' ) 17 Vergleichsliste Speicher

it

I 71164

Organi= Zus= Tech= Auge An= Versox~ Typ Hersteller E Ver- Bemer-
gation griffs~ nolo- ginge schlilsse gungs- Offent=" kungen
zelit gie . Bpannung lichung
MM 5290-3 Hational, 25 3
Semiconduktor
W 4116 P SG8 ATES . 2: 3
EP 4116 B Thomson . GSF 2; 3
T 16 ¥=3 Fairchild - 1
F 4116=3 Fgirchild : 2; 3
2117-3 Intel : 25 3
Z 6116=2 ’ « Zilog 23 1
HCM 4517-20 Motorola ' 2; 1
AM 9016 B - AMD 23 3
IPT 4116=3 ITT ' 2; 1
WK 4116 #-3 AL - Hostek 23 3
HYB 4716=3 Siemens 23 1
EYB 4116=P3 Siemens 23 1
TH34116=20 I 2; 3
N 4116 Parasonic 2; 1
SCT 4116-3 X e 2% 1
2690-3 Valvo 2; 3
BT 4116=3 Burotechnigue 2: 3
’ : DM 7116=3 Intersil 1
300 ns HHOS IS8
X 565 BRU A ELORG s 3
MR 4116=4 Hogtek 3
U 116 PE€ Ungarn i 1
WHB 4116 - C8SR 1 3
MU 41164 Rumdnien 3
5K 4116=4 Mitsubishi 3
2117=5 Intel- 3
HM 4716 4=3 Hitachi . 3
THS 4116=25 Texas Instruments 3
MB 8116 B Fujitsu 3
JMCH 4116 B=30 Motorola 3
MO 4116 C=b Motorola
/uPD 416 -NEC 3
THM 41 6=4 Toghiba 3
LM 9016 C AND 3
P 16 KE=3 . Falrchild
F 4116=4 Fairchild 1
ET 41164 Burotechnigue 3
ITT 4136=4 IRT 1
2690=4 Valvo 3
MR 4116 Panasonic 1
HYB 4116=4 Siemens 1
HYB 4116=P3. Siemens 1
MK 4116=4 Hostek 3
TMS 4116=25 7L 3
Intersil
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Organi-_

Zn~ Tach~ Aus~ An~ Versor~ Typ Hersteller Vere Bemer-
sation  griffs- nolo- ginge schlilsse gungs-— Gffent-= kungen
zeit gie spannung lichung
16384x1 120 ns NHMOS I8 16 5V K 565 RU 6 B ELORG, U3SSR DB3 1/86-2; 3
2118=4 Intel 2: 3
uPD 2118=2 HEC Mikro 2: 3
MG 52954 Hational 2; 3
MB 8118=12 Fujitsu 2: 1
HM 8416 4AP=4 Hitachi ’ 2; 3
HiI 8416 A-4 Hitachi 2: 3
MK 4516=12 Hostek 25 3
HMCH 451712 lMotorola 2 1
H¥B 8117-12 Fujitsu 2¢ 1
16384x1 150 ng NHMOS T8 16 5V K 565 RU 6 W ELORG, UdSSR DBS 1/86 23 3
2118=7 Intel 2: 3
MK 4516=15 Mostek 2; 3
MCH 45]17=15 llotorola 25 1
MB 8117-15 Fujitsu 23 1
MB 8118-15 Fujitsuw 2 1
HHl 4816 4=T Hitachi 2; 3
HM 4816 AP=T \Hitachi 2: 3
M 2118=~7 Intel 23 1
/uPD 2118 . NBC ¥ikro 2; 3
16384x1 200 ns NMOS 1S 16 5V X 565 RU 6 G ELORG, UdSSR DB 1/86 2; 3
‘ » 21187 - Intel 2; 3
1B 8118=12 Fujitsu 2: 1
MK 4516=20 Hostek 2; 3
MCH 4516=20 Moteorola 25 1
) MCH 4517=15 Hotorola 25 1
65536x1 120 ns  NMOS TS 16 5V K 565 RU 5 B BELORG, UdSSR DBS 1/86 23 3
2164 A=12 tel 2; 3
P 64 E=12 Fairchild 2: 1
B 8264=12 Pujitsu 23 3
MB 8265 A=12 Fujitsu 23 1
MB 8266 4=12 Fujitsu 23 1
GM 7164 P=12 Goldstar 25 1
MK 4164=12 Hostek - 25 1
HE 4864 A=12 Hitachdi 2; 3
ISK 2600=12 Inmosg 2: 1
T 4264=12- Micron Tech 23 1
MK 45 H 64=12 Mosgtek 23 3
MEB 45 H 64=81 Mostek ) 2¢ 1
NMC 41641 ¥ational 2: 3
/uPD 4164=12 NEC 23 3
MSM 3764=12 OKI 2 3
KM 4164 A=12" Samsung 2: 1
K 4164 B=12 Samsung 23 1
SMJ 4164=12 - Texas Instruments 23 1
THS 4164=12 Texas Instruments 25 1
MM 41642 Toshiba 23 1



2787 (11) 19, Vergleichsliste Speicher
Organi~ Zu= Tech= Aus= An- Versor- Typ Hergteller Vexre Bemer-
sation griffs- nolo= ginge schliizse gungs= Gffent= kungen
' zelt gie spannung lichung )
65536x1 150 ns NMOS T8 16 57V ELORG, U4SSR DBS 1/86 25 3
2164 A=15 Intel 2: 3
F 64 K=15 Fgirchild 23 1
MB 8264 A=15 W Fujitsu 2: 3
B 8265 A=15 Fujitsu 23 1
HB 8266 4=15 Pujitsu 23 1
- GM 7164 P=15 Goldstar 25 1
Hif 4864=2 Hitachi 23 3
BH 4864 A=15 Hitachi 2: 3
IMS 2600=15 Inmos 23 1
MT 4264=15 Micron Tech 23 1
MK 4564-15 Mostek 2: 3
MK 4164=15 lostek 25 1
VKB 4564=82 Mogtek 2: 3
MEB 45 H 64~-82 Mogtek 2; 1
WKJ -4564=92 Mostek 24 1
HCH 4164 B=15 - Motorola 25 1
HCHM 6665 B=15 Motorola 23 1
MCH 6664=15 HMotorola . 2: 1
HHC 4164=2 Wational 25 3
JUPD 4164-3 HEC 2: 3
MSM 376415 0KI 2: 3
HH 4164=15 Panasonic 2; 1
KM 4164 A=15 - Samsung 25 1
‘KM 4164 B=15 - Samsung 23 1
HYB 4164~2 - Siemens 25 1
SMJ. 4164=15 T 23 1
THS 4164=15 1T 2; 3
TMM 4164=3 Toshiba 2: 3
2164=15 Intel 2; 3
-5 K 4164 NS8=15 Mitsubishi 2;: 3
65536x1 200 ns NMOS TS 16 57V U 2164 C 20 ZND DBS 1/85 25 3
U 2164 C 20/1
X 565 RU S5 @& EII%RGg U4SSR DBS 1/86 25 3
2164 A=20 Intel ‘ 2; 3
MK 4564=20 Hostek 2: 3
T 4164=20 Fairchild 2; 1
P 64 K=20 Fairchild 23 1
MB 8264 A=20 W Fujitsu 2: 3
“HHY 4864=3 Hitachi 2; 3
HY 4864 A=20 Hitachi 2; 3
MK 4164=20 Mostek I
MT 4264=20 Micron Tech 25 1
HKB 456483 Nogtek 23 1
MKB 45 H 64=83 Mostek 23 1
MOM 6664 B=20 Motorola 25 1
MG 4164-20 National s 3
/uPD 41642 NEC 23 3
MSM 3764=20 OKI 3 3
¥N 4164=20 Panasonic ;1
KM 4164 4=20 Samsung 3 1
HYB 4164=3 Siemens 25 1
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‘Organi= Zu= Teche Aus- An= Versor-= Typ Hersteller Ver= - Bener-
sation griffs- nolo= ginge schliisse gungs= ' Gffent- kungen
»zeit’ gie spannung lichung

THS 4164=20 oI 2; 3
5 K 4164 NS=20 Mitsubishi - 2: 3
TS 4164=20  Thomson CSF 2; 3
) THE. 4164 C=4 Toshiba 2: 3
65536x1 250 ns NMDS S 16 .5V U 2164 ¢ 25 ZMD DBS 1/85 2; 3
‘ K 565 RU 5 D ELORG, USSR DBS 1/86 23 3
2164 A=25 Intel 2; 3
ME 4564=25 Mogtek 1
MKB 4564-84 1

Literaturvelzeichniss:

/1/ Wemory Databook, National Semiconductor 1980
/2/ Intel Component Data, Catalog 1979

/3/ IC Memories, Hitachi 1980

/47 Intel, Static RAM's 1974

Mostek

/5/ Valvo, Signetics, Bipelare Speicher, 0S-Speicher 1979, Valvo Handbook

/6/ WEC, 1981 CATALOG
/7/ Mitsubishi LSI Data Book 1980

/8/ NBEC New memory products brochure

/9/ Synertek, Inc., 1979 Data Catalog

/10/ Mostek 1979, Memory Data Book and Desiguers Guide
/11/ Advanced Micro Devices, The Designers Guide '80
/12/ Hemory condensed data book, National 1976
/13/ Hitachi, IC memories '78

/ 14/ Mostek memories .. , MOS integrated circuii guide 1975
/15/ Mewmory Data Book 1982, OKI )
/16/ Mitsubishi Datenblétter:

v

M5 K 4116 P ff.

/17/ Hitachi Datenblétters HI 482764 ffe
/18/ Witgubishi Datenmblatt: M5 K 4164 8
/19/ Miteubighi Datenblatihs M5 L 2764 X

-~ /20/ Witsubishi Datenbléltter: I 58981 8=45 £ff.
/21/ Burotechique Datenblatt: ET 4116
/22/ Mitsubighi Datenblatt: M5 L2716 K

/23/ Mitsubishi Datenbl8tter: M 5 L 8279 P f£if.

/24/ Hitachdi IC Memory Data Book 1983

/25/ Tesla, Integrovane obody, 1984/85

/26/ Datenblattsemmlung 1/85

/27/ Datenblattsammlung 1/86 , -
/28/ Integralnye mikroschemy (zifrowye) ELORG, Kaetalog Moskau
/29/ ICG-Magter 1986, USA

/30/ IC=M..ser 1982, USA

/317 Texas Instruments 1978, The MOS Memory Data Book

/32/ Witsubishi Data Book 1982 LSI
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ELEKTRONIKA Data Book 1985
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Intel Product guide 1984
Intel Product - guide 1985
Intel Product guide 1986
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Intel Catalog 1985 \ <o
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Hersteller: VEB Werk fir Fernsehelektronik Berlin

Optoelektronischer Koppler

Der optoelektronische Koppler besteht sus einer Galliumersenid-Lumineszenzdiode als Strahler und
‘einem Silizium-npn-Fotctrensistor als Empfénger. '

Er dient zur galvenischen Trennung von Stromkreisen mit hohen Potéentieldifferenzen und ist vor-
wiegend fiir den Einsatz in der Steuer- und Regelungstechnik/ vorgesehen.

L 3721 , . & o,
Stelle der Kennzeichrung

"t

Masse: 2g
Stendard: TGL 43 403
Schaltzeichen nach TGL RGW 661-77

Bildéd 1: GehEuse



Kurz=

KenngroBen bei rv;’v-s 25 °C. geichen = min. type MmeXs . - Finheit
Kollektor-Emitter-
Strom
bei Iy = O mA . :
UCE = 35 v ‘ ICEO = - 091 A‘/'U..A
Kollek‘bor«EmiﬂermStrom
bedi IF = 10 mh
Ugp = 0,87 Iop (H) 2,0 - - mh
Gmmdtyp’ %bei ICE(H) / 2,0 - ?{,0 mh,
Gruppe A gIF = 10 ma Tog () 4,0 % 8,0 wh
Gruppe B gUCE = 5,0V ICE(H) 6.3 - 12,5 ‘mh
Gruppe C ) ICE(H) 10,0 = 20,0 mh
DurchlaBgleichspannung
bel Ip = 50 mA Up = - 1.5 v
Sperrgleichstrom
‘bel Up = 3V In = = 10 /uA
Isolationswiderstand
bei Ugq = 0,5 kV Ryq 10 = = G£2
Scheltzeiten')
el Iop gy ©
Uge. =20 V
und RL = 100 £
Impuls-Anstiegszelt t:r = - 10 /us
Impuls=Abfallzelt ‘bf - - 10 /us
Verzbgerungszeit ’ + a = = 3 /us
Speicherzeit ts - = 1 /us
Grenzwerte Kurzzeichen mine. max, Einheit
DurchlaBgleichst :f:"mm2 ) ' :
bei <, = -40 bis 25 °C Ip - 100 mh
Spj.'bzez:,c},tzx*(:lzii,':a.lsstr‘-::m3 3)
pericdischer
. 0
bed 4/2 = =40 bis 25 °C Lo - 200 mh
Sperrgleichspannung
bei 2%, = -40 bis 85 % Uy - 3 v
Spitzensperrspennung,
pexriodische s
. . o
bei 2, = 40 bis 85 °C Uppy - 3 v
Kollektor=Emitter-Spannung ) -
= e 5 : Q oz
bei 27 = -40 bis 85 °C  Ugg, 35 v
Kollektor=Emitter=Spitzen~
spennung
. _ . [+ -
bei 2% = =40 bis 85 °C U 35 v
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Fortsetzung )
Grengwerte | Kurzgeichen mine maxe Einheit

Emitter-Kollektor=Spannung
bei 4 = -40 bis 85 %

& Ygco - > v

Emitter-Kollektor-Spitzen~

spesnnung : ; : :
. . Op .
bei ﬁ“a = =40 bis 85 C - Upay - ‘ 5 v
Gesamtverlustleis‘tung“ R
R . 43 ; ;
bei ?/Qé = =40 bis 25 .°C Piot ’ o 200 oW
£Y Lo
Spitzenisolations="" -
spennung yooo
periodische . UIORM - 100 - kv
Isoclationsgleichspannung UI o - 10 kY
Betriebstemperaturbereich 7}; =40 85 %
Lagerungstempe raturberei ch ﬂé’s e =50 50 %
" Der Durchlafstrom IF ist s0 zu w'a‘,hlén, dafl sich der an.gegébene Kollektoermitte‘rsﬁer ICE(H) eine-
atellt. : ’
2) 1 bei o4 » 25 % siehe Bild 4
7 8
3)

4)
5)

Tpgy Ded (f;>§5 °C  siehe Bild 4
t, = 50 Jus; T’L s 1:2; abweichende Tastverh&linisse

‘nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender

Pygy el 7 > 25 % . siehe Bild 3

Kriechstrecke nach TGL 16 559 dimnerhalb 1 min: bei abweichender Bezugsatmosphére Korrektur nach
TGL 20 618/02 :

Kanat A
ol | Sah i
e Hopplar
pte N4
fianst B RED
B%
& % &8 & Wﬁ‘ w5
3 i ~ &n%
gy et
Bild 2: Definition der Schaltzei’cen Bild 3: Abb#ngigkeit der mex. zuldssigen
Verlustleistung von dexr Um~
gebungstemperatur

2@ m e
I | I F\
lamé [omd, HEE K
i
ol & AN
o 7 .
a0 . Bild 4: Abhingigkeit des maex. zul8ssigen Durchlef-
ol aiL & ’ gleichstromes uwnd des max. zuldssigen
P o & & & 8 W pericdischen SpitzendurchleBstromes von der

Guin Ungebungstemperatur
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Bild 5: Impulsbelastungsdiagramm fir den Spitzenstrom der
Ejngengsdiode und der Umgebungstemperatur & = 25 °c
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g

Bild 6: Mittlerer DurchlaBstrom der Eingengsdiode in
Abh#ngigkeit von der DurchlaBspanmnung
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Hersteller: VEB Werk fir Fernsehelektronik Berlin

Lichtemitterdicden

Rot- bzw. grinstrahlende Lichtemitterdioden huf Anforderung ist die Komplettierung durch
in klerer schwach eingefirbter Allplastlinsen- eine Montageeinheit (Fassung und Klemmring)
verkeppung mit hohen Lichtstérkewerten. mglich.

a5

A
, 8,6024678
EER 125248
(57,6)
Typ E Geh#useeinfirbung E Lichtfarbe
Vo4 02 kler, schwach eingeflrbt rot
Q4 202 kler, schwech eingeflrbt grin

Kasse: 0,3 g
Stendard: TGL 43877



KenngrdBen bei 9, = 25 °C
Lichtstérke

bei Ip = 20 mi I, 34 ...2172 med
DurehleBgleichespannung ;

bei Ip = 20 mA Ug € 2,8 v
Sperrgleichstron

bei Up = 4 V (VQa 102) ; ,

- 5 V (Vo4 202) In g 100 i
Abstrehlwinkel - 6. 3 20 : o
Wellenlénge der max. :

-spektrelen Emigsion VQA 102 By 630 <. 690 nm
VQA 202 Aoy 555 ceo 570 am

Grenzwerte bei 9, = <25 ... 55 ¢

DurchlaBgleichstrom : Ip 30 . mA

Spitzendurchlefatrom, Cepa

periodischer é = : g B « .

bei £, § 100 us, —F-= 1 s 10 Tppy - 10 m
.gabweigﬁggdg?iﬁstverhéltﬁiﬁgﬁ
‘nach V@reinbgvung

Sgarrgl@i@hgp&nnmgg . ;
bei §, = <25 ... 85 %G Vea 102 Up, 4 4

: ‘ Vg4 202 Uy : 5 v
Betriebstemperaturbereich &, - =25 ..o 85 S 9
Legerungstempere turbereich g%tg 5 cee 35 %
Fur die Dauer bis zu 30 Tegen Sytg =50 coe 50 %
innerhelb des Zeitreumes der :
Lagerféhigkeit

‘Die Lieferung sller Li@hﬁémi%t@rii@@@n erfolgt nach ‘i@hﬁgtérkégrmpg@n s@rti@rta 7
In einer Verpackungseinheit (& 1000 Stlick) streut die Lichtstirke der @inz@?u@n
LED max. um den Faktor 2.

Lichtstérk@gru§p@n g M

E | | E |
Ty min E 34 é 51 g 77 é 116 E 172 § med
inderungen vorbehalten: ‘ ‘
duggebe Okitober 1986
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Hersteller: VEB Werk fir Fernsehelektronik Berlin

LED=Kompaktbauslement

LED = Kompaktbauelement fir den Einsatz in der Kensumgiterelektronik z. B. als Kassettenfache
hinterleuchtung. )

= GroBe eines leuchtenden Segmentes 3,25 x 2.5 mm

2

= Reihenschaltung von 1 rotem und 5 grinen LED=Chip.

= hohe Packungsdichte von LED=Einzelfunktionen pro Fléicheneinheit. bei min.

ginbautiefe von ca.

1.5 mm

= verzinnte Anschliisse am Rande der Oberseite des Chiptrégers.

Masse: ca.

5x375=1875
25 375
Oberfidehs,
oufer Sagmente
! schwarz bedruckt
o | 3
3} . . L. oot —— HLACS
S ST ts2 || TTssT i Tlsa | s TS T &
Anzeige-} - ! ] : 1
fldiche . } L
i
H K
o | | litbar
- i . " 5
S A t 422 8ild 1: gigguse und Sc\:haltm
Anode !.« - Katodg 12 |
25202

0,3 g

Segment | Farbe
S1 « §5 | grin

.86 s6 7ot



Grenzwerte

Durchlabgleichstrom
bei <% = <25 ... 25 °C

Sperrgléichepannung

bei & = ~25 ... 25 e

Cc
Betriebstemperatur
Lagerungstemperatur Tir

- Lagerung bis zu 30 Tagen

Kennwerte (Jg = 25 °¢)

Lichtstéarkemittelwert
bei IF = 10 mA

DurchlaBgleichspannung

bei I-= 10 mA
Sperrgleichstrom
bei UR = 30 V

Wellenlénge der max.
spektralen Emission

min, tYB. max. Einheit

Kurzzeichen
Ianax 20 , mA
URmax 30 . v
<& “25 ... 55 %
«?‘stg -25 ... 55 %
Tymin 150 - . yued
UFmax 15,6 3
IRmax 100 /UA
ﬂ’P 635 + 10 nm
565 ; i0 nm

hnderungen vorbehalten!

RedsktionsschluB Januar 1987

ioh 4
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Herstellerland: USSR

ﬁbersetzung, bearb.

Schnellsperrende Dioden

Allzemeine Angaben

Die schnellsperrenden Dioden (im weiteren schnelle Dioden gensmmt) mit hoher Belastbarkeit sind vore
gesehen fir den Binsatz in statischen Stromrichtern sowie in enderen Gleiche und Wechselstromkrei-
sen verschiedenster leistungseélektronischer Anlagen, in denen vor sllem klelne Sperrerholungszeiten
und kleine Sperrerholladungen erforderlich sind.

Grenzwerte klimatischer Einwirkungen

Die Dioden lassen den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von =60 °C bis +40 C bel einem Luftdruck
von 86-=106 kN/m und relativer Luftfeuchte von 98 % bei 35 °C zZUe Klimasausfihrudg U (Y), ChL (X /)
und T, Einsatzketegorie 2. Die Dioden sind vorgesechen Tiir den Betrleb in explosionssicherer und
chemisch inaktiver Umgebung unter Bedingungen, die die Einwirkung Verschledenster Strahlungen (Neu=
tronen-, Elektronen-, 7'mStrahlung Uswe) ausschlieBt.

Grenzwerte mechenischer Einwirkungen

Die Dioden lassen die Einwirkung sinusfrmiger Schwingungen im Prequenzbereich 1-100 Hz mit Be=
schleunigungen von 5 g und einzelner Std8e bei Impulsdauver von 50 ms mitb Beschleunigungen von 4 g zu.




Empfohlene Kihlkdrper fir die'ﬁioden

Dfsch  151-80, DIsch 151-100:  O0A-004
DIsch  161-125, DPsch 161-160:  OA=051
Dseh  171-250, DTsch 171-320:  0A-019

Wahrscheinlichkeit des fehlerfreien Betriebs iber 10000 h : 0,99

Struktur der Typenbezeilchnung

Typ

DTsch X X X - X = X =« X = X =~ X

| : : Diode

Schneilsperrende Diode

1fd. Fr. der Modifikation

4riBe des Sechskants (verschliisselt)

Geh#usekonsiruktion (verschlisselt)

Grenzwert des mittleren Durchlaelstroms in A

Klasse

Gruppe  der Sperrerholungszeit

Spitzendurchlaisbennung

L—— Klimeausfihrung und Einsatzklasse

Technische Daten

Haupti= und AnschlubmaBe der Dioden ohne Kilhlkérper sind im Bild 1, die Haupt- und AnschluBmaBe der
Dioden mit KithlkOrper sind im Bild 2 dargestellt. . ’
- Die Grenzwerte der Diodeh sind in der Tabelle 1, die Kennwerte in derTabelle 2 und in den Bildern
'39 4, 55 8, 11 ece 1B, die Grenzwerte und Kennwerte mit den empfohlenen Kihlkorpern in der

Tabelle 3 und in den Bildern 6, T, 9, 10 und 19 zusammengestellt.

ﬁnmerkung: Kihlksrper fir leistungselektronische Bauelemente in- BolzenausflUhrung werden nicht ime
' portiert. Der Bedarf wird aus DDR-Eigenaufkommen sbgedeckt. Bestellungen sind zu
richten sn den VEB Mikroelektronik "Karl Liebknecht" Stahnsdorf,
1533 Stahnsdorf, Ruhlsdorfer Weg, Abt. Vgrkauf
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Temperaturme Bpurkt

i
o

DTsch 151=80; ce.

Bild 1: Haupi=- und AnschluBmaBe
der Dioden, SpannungsmeB-
-punkte am Geh8useboden
und an der Hiilse des Keto=
denanschlusses

v

Hauptabmessungen
DTsch 151=80 Dlsch 161-125 DPsch 171-250
DTsch 151=100 - DTsch 161=160 DTsch 171=320
oo 30,5 _ 0,62 3555 _ 0,62 42+ _ 0,62
E 27 - Oy52 2 - 0,62 41 @ 0,62
I max. 66 max. 82 max. 85
M 18 £ 0,05 22t o,5 24 % 1
N | 18 = 0943 13 hid 0943 9 = 0952
o} i50 £ j0 200 £ 10 250 £ 10
Qr g,4 T 0s36 10,5 + 0243 12,5 + 0543
W mi2 M16 x 1,5 M24 % 1,5
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Bild 2¢

Bild 2: Heupt- und AnschluBmafe der Dioden mit empfohlenem KihlkOrper

a) DTsch 151-80, DTsch 151100 mit 0A=004
b) DTsch 161=125, DTsch 161=160 mit 0A=051
¢) DTsch 171=250, DTsch 171320 mit 0A=019
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Bild 10: Abhingigkeit des Maximalwertes des Uberstroms IF@OV) von
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Blld 12: Abhéngigkeit des StoBstroms IFSM von der Impulslamge t

bei Ausgangs%empewaeur der Sperrschicht 25 ¢ (13,

140 °c (2), U R = - 0,8 Uﬁﬁﬁg f = 50 Hz

8) DTsch 151=80 b) DTsch 151=100
d) DTsch 161=160

£} DTsch 171=320
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Weitere Kennlinien fir diese leistungselekironischen RBauelemente

erscheinen in der Datenblatitsammlung "Elektronische Bauelemente',

Ausgebe 1/88 (12).
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